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요약

본 발명은 Al 또는 Al 합금으로 이루어진 반사막과 ITO(Indium Tin Oxide) 등으로 구성된 투명 전극막 사이의 전기 

부식 반응을 방지하고, 상기 반사막의 잔류 DC 전압에 의해 야기된 플리커의 발생을 방지하는 반투과형 액정 디스플

레이 장치를 제공하기 위한 것으로서, 상기 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서, 백라이트 광원으로부터 광을 

공급하는 투과 영역, 및 주위광을 받는 반사 영역은 픽셀 영역에 배치되고, 투명 전극막은 상기 반사막과 투명 전극막

의 사이에 삽입된 제 2의 패시베이션막을 이용하여 능동 매트릭스 기판상의 상기 반사 영역에 형성된다.

대표도

도 2

색인어
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반투과형, 액정, 부식, 플리커

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 평면도.

도 2는 도 1의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 A-A 라인을 따른 단면도.

도 3의 A 내지 C는 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 구성하는 능동 매트릭스 기판

의 제조 방법에 대한 공정도.

도 4의 A 및 B는 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 구성하는 능동 매트릭스 기판의 

제조 방법에 대한 다른 공정도.

도 5는 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 능동 매트릭스 기판의 다른 구성을 도시하

느 평면도.

도 6은 도 1의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 변형예(비틀림각은 약 0°로 설정됨)의 단면도.

도 7은 도 1의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 변형예(비틀림각은 약 60°로 설정됨)의 단면도.

도 8은 본 발명의 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 단면도.

도 9의 A 및 B는 본 발명의 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 공정도.

도 10의 A 및 B는 본 발명의 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 다른 공정도.

도 11은 도 8의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 변형예(비틀림각은 약 0°로 설정됨)의 단면도.

도 12는 도8의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 변형예(비틀림각은 약 60°로 설정됨)의 단면도.

도 13은 본 발명의 제 3의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 단면도.

도 14의 A, B, 및 C는 본 발명의 제 3의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 공정도.

도 15의 A 및 B는 본 발명의 제 3의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 다른 공정도.

도 16은 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도.

도 17은 도 16의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 C-C 라인을 따른 단면도.

도 18은 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 주요부의 확대 평면도.

도 19는 도 18의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 주요부의 D-D 라인을 따 른 단면도.

도 20의 A, B, 및 C는 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 공정도.

도 21의 A 및 B는 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 다른 공정도.

도 22는 본 발명의 제 5의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도.

도 23은 도 22의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 E-E 라인을 따른 단면도.
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도 24는 본 발명의 제 5의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 주요부의 확대 평면도.

도 25는 도 24의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 주요부의 F-F 라인을 따른 단면도.

도 26은 본 발명의 제 5의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 다른 주요부의 확대 평면도.

도 27은 도 26의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 주요부의 G-G 라인을 따른 단면도.

도 28의 A 내지 D는 본 발명의 제 5의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 공정도.

도 29의 A 및 B는 본 발명의 제 5의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대한 다른 공정도.

도 30은 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 평면도.

도 31의 A, B, 및 C는 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 문제점을 도시하는 도면.

도 32는 본 발명의 전제를 설명하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도.

도 33은 도 32의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 H-H 라인을 따른 단면도.

도 34는 투과 영역 및 반사 영역에서의 출사광의 강도를 최적화 하는데 필요한 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장

치의 구성에 대한 개요도.

도 35는 도 34의 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 액정의 비틀림각과 액정층의 층 두께 사이의 관계를 도시

하는 도면.

도 36은 도 34의 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서의 액정의 비틀림각, 액정의 투과율, 및 액정의 반

사율 사이의 관계를 도시하는 도면.

♠도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명♠

1 : 게이트 라인(주사 전극) 1a : 게이트 전극

2 : 데이터 라인(신호 전극) 2a : 드레인 전극

2b : 소스 전극 2c : 용량용 축적 전극

3 : TFT 3a : 반도체층

4 : 공통 기억 라인 4a : 보조 용량 전극

5 : 투명 전극막 6 : 반사막

6a : 반사 전극막 7 : 콘택트홀

7A : 제 1의 콘택트홀 7B 제 2의 콘택트홀

7a : 제 1의 영역 7b : 제 2의 영역

8, 13 : 투명 절연 기판 9 : 게이트 절연막

10 : 패시베이션막 11 : 요철 형상의 막

12 : 능동 매트릭스 기판(제 1의 기판)

14 : 칼라 필터 15 : 대향 전극
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16 : 대향 기판(제 2의 기판) 17 : 액정층

18 : 백라이트 광원 19a, 19b : 편광판

20a, 20b : 위상차 판 21 : 레지스트 패턴

22 : G－D 변환 전극 23 : 단자 전극

24 : 제 2의 패시베이션막 25 : 반사막 접속부(콘택트홀)

26 : 현상액 27 : 균열

28 : 박리 29 : 배향막

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

발명의 배경

발명의 분야

본 발명은 반투과형 액정 디스플레이 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로 서, 특히 투과 영역과 반사 영역을 갖는 다

수의 픽셀 영역을 갖는 반투과형 액정 디스플레이 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

본 발명은 일본 특개평 2002-201776(2002년 7월 10일)의 우선권 주장 출원이다.

종래의 기술

콤팩트하고, 얇고, 저전력 소모를 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치가 OA(Office Automation; 사무자동화) 기구, 

휴대폰 등과 같은 다양한 어플리케이션에 사용되고 있다. 능동 매트릭스법과 수동 매트릭스법을 포함하는 두 가지 액

정 디스플레이 구동 방법이 알려져 있고, 특히 고해상도의 디스플레이를 가능하게 하는 전자가 널리 사용된다. 또한, 

능동 매트릭스법에 의해 구동될 수 있는 액정 디스플레이 장치는 두 가지 형태의 액정 디스플레이 장치로 더욱 세분

화된다. 하나는 투과형 액정 디스플레이 장치이고, 다른 하나는 반사형 액정 디스플레이 장치이며, 두 가지 액정디스

플레이 장치의 형태는 액정 디스플레이 장치의 주요 구성요소로 이루어지는 액정 패널이 외부로부터 공급된 빛을 통

과시키거나 차단하여 이미지를 디스플레이 하기 위한 전자 셔터로서 기능하여, CRT(cathode ray tube) 디스플레이 

장치, EL(Electroluminescence) 디스플레이 장치의 경우와는 달리 자가-방사 기능을 갖지 않는다는 원칙에 의거하

여 동작한다. 그 결과, 어떠한 형태의 액정 디스플레이라도 이미지를 디스플레이 하기 위해서는 광원이 필요하다. 예

를 들어, 투과형 액정 디스플레이 장치는 액정 패널의 배면(즉, 이미지 디스플레이면에 대향되는 면) 상에 백라이트로

이루어진 광원을 갖고, 액정 패널은 백라이트로부터 공급된 빛을 투과하거나 차단하도록 스위치되어 디스플레이를 

제어하도록 구성된다.

상기와 같은 투과형 액정 디스플레이 장치에서는, 투과형 액정 디스플레이 장치가 사용되면 주위의 휘도에 관계없이 

언제나 백라이트로부터 공급된 광을 받아 밝은 이미지를 디스플레이할 수 있지만, 보통 백라이트의 전력 소모가 크고

투과형 액정 디스플레이 장치에 사용되는 전력의 절반이 백라이트에 의해 소모되므로, 전력 소모가 증가되게 된다. 

특히, 배터리에 의해 구동되는 투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서, 액정 디스플레이가 사용될 수 있는 시간이 짧

고, 액정 디스플레이가 사용될 수 있는 시간을 늘리기 위해 대용량 배터리를 채용한다면, 전체 액정 디스플레이 장치

의 무게가 커지게 되어, 장치의 콤팩트화 및 경량화를 달성하기 어려워진다.

투과형 액정 디스플레이 장치에서 백라이트에 의한 전력 소모 문제를 해결하기 위해, 광원을 사용할 필요가 없고 액

정 디스플레이 장치 주위의 빛(주위 광)을 광원으로서 사용하는 반사형 액정 디스플레이 장치가 제안되었다. 반사형 

액정 디스플레이 장치는 액정 패널 내에 반사판을 배치하고, 액정 패널의 내부로 공급되고 반사판에 반사된 주위 광을

투과시키거나 차단하는 방법으로 이미지 디스플레이를 제어하도록 구성된다.



공개특허 10-2004-0005694

- 5 -

반사형 액정 디스플레이 장치에서는, 투과형 액정 디스플레이 장치의 경우와는 달리, 저전력 소모, 콤팩트화 및 경량

화가 가능하다. 그러나, 이러한 반사형 액정 디스플레이 장치는 어두운 곳에서 주위 광이 광원으로서 효과적으로 기

능하지 않으므로 가시성이 현저히 저하된다는 문제점을 가지고 있다.

따라서, 투과형 액정 디스플레이 장치와 반사형 액정 디스플레이 장치는 각각의 장단점을 가지고 있다. 안정적인 디

스플레이를 위해, 백라이트로부터 공급된 빛이 유효하더라도, 백라이트만이 광원으로서 사용된다면, 전력 소모의 증

가를 피할 수 없다.

상기와 같은 문제를 해결하기 위해, 백라이트의 전력 소모를 감소시키고 주위가 어두운 경우에도 가시성을 향상시키

기 위해 액정 패널의 픽셀 영역에 투과 영역과 반사 영역 양자를 갖고, 하나의 액정 패널에 의해 투과형 액정 디스플

레이 장치 및 반사형 액정 디스플레이 장치로서 기능할 수 있는 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제안되었다.

상술한 바와 같은 이러한 반투과형 액정 디스플레이 장치는 액정 디스플레이 패널의 픽셀 영역에 투과 영역과 반사 

영역 양자를 가지므로, 주위가 어두운 경우에도, 백라이트를 ON시키고 상기 투과 영역을 사용함으로써, 상기 반투과

형 액정 디스플레이 장치는 투과형 액정 디스플레이 장치로서 동작할 수 있고, 투과형 액정 디스플레이 장치를 구비한

것과 같은 높은 가시성을 가질 수 있다. 한편, 주위광이 충분히 밝을 경우, 백라이트를 OFF시키고 상기 반사 영역을 

사용함으로써, 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치는 반사형 액정 디스플레이 장치로서 사용될 수 있고 반사형 액

정 디스플레이 장치의 특징인 저전력 소모를 획득할 수 있다.

종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서, 백라이트로부터 공급된 광은 투과형 액정 디스플레이 장치로서 동작하

는 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치가 갖는 투과 영역에서 액정층을 통과하고, 한편, 주위 광인 입사광은 반사

형 액정 디 스플레이 장치로서 동작하는 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서 액정층을 통과하여, 그 결과, 액

정층에서 주위 광과 백라이트로부터 공급된 입사광 사이의 광학 경로가 상이하게 된다. 따라서, 종래의 반투과형 디

스플레이 장치에서, 후술하는 바와 같이, 액정층의 층 두께로서 기능하는 반사 영역의 갭(반사갭)과 액정층의 층두께

로서 기능하는 투과 영역의 갭(투과갭)의 치수가 액정층의 비틀림각(twisted angle)에 따라 최적값으로 설정되지 않

으면, 반사 영역과 투과 영역에서의 지연량이 상이하므로 디스플레이 표면으로부터 출력된 광의 강도가 최적이 될 수

없다. 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서 픽셀 영역의 투과 영역과 반사 영역에서 출력된 최적의 광 강도는 

다음과 같다.

[1] 투과 영역과 반사 영역에서 출력된 최적의 광 강도

도 34는 투과 영역과 반사 영역에서 출력되는 광의 강도를 최적화할 필요가 있는 종래의 반투과형 액정 디스플레이 

장치의 개략적 구성을 도시하는 도면이다. 도 34에 도시된 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치는 능동 매트릭스 

기판(112), 대향 기판(116), 능동 매트릭스 기판(112)과 대향 기판(116) 사이에 삽입된 액정층(117), 능동 매트릭스 

기판(112)의 배면 상에 배치된 백라이트(118), 능동 매트릭스 기판(112)과 대향 기판(116) 각각의 외측에 배치된 위

상차 판(λ/4, 4플레이트; 120a 및 120b), 및 편광판(119a 및 119b)을 포함한다. 여기에서, 대향 기판(116)에 대향되

는 능동 매트릭스 기판(112)의 표면 상에는 픽셀 영역에서 반사 영역으로서 기능하는 반사막(106) 및 픽셀 영역에서 

투과 영역으로서 기능하는 투과막(105)이 배치된다. 따라서, 각 구성 요소를 배치하여 종래의 반투과형 액정 디 스플

레이 장치를 구성함으로써, 후술하는 바와 같이 투과광과 반사광의 편광 상태를 제어할 수 있게 된다.

[2] 상부 위치에 배치된 위상차 판과 편광판의 배치

우선, 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치가 반사형 액정 장치로서 동작하는 경우를 설명한다. 위상차 판(120b)이

액정층(117)과 편광판(119b) 사이에 배치되어 반사 영역이 노멀리 화이트 모드에서 디스플레이, 즉, 화이트 디스플

레이는 능동 매트릭스 기판(112)의 픽셀 전극(도시되지 않음)과 대향 기판(116)의 대향 전극(도시되지 않음) 사이에 

전압이 인가되지 않음으로 인해 액정층(117)의 액정 분자가 가라앉는(즉, 액정 분자가 수평 방향으로 놓인 상태) 상

태에서 디스플레이되고, 블랙 디스플레이는 능동 매트릭스 기판(112)의 픽셀 전극(도시되지 않음)과 대향 기판(116)

의 대향 전극(도시되지 않음) 사이에 전압의 인가로 인한 액정 분자가 스탠드업한 상태(즉, 액정 분자가 수직 방향으

로 상승한 상태)로 디스플레이된다. 편광판(119b)의 광학축에 대해 45° 회전되도록 위상차 판(120b)를 배치함으로

써, 편광판(119b)을 통과한 주위광인 선형 편광(수평 광)은 시계 방향으로 도는 편광이 된다. 시계 방향으로 회전하는

편광은 반사갭(dr)을 소정치로 설정함으로써 선형 편광으로서 반사광(106)에 도달하게 된다. 선형 편광은 반사막(10

6)에서 선형 편광 그 자체로 반사되고, 액정층(117)으로부터 통과될 때 시계방향으로 회전하는 편광이 된다. 시계 방

향으로 회전하는 편광은 위상차 판(120b)에 의해 선형 편광(수평광)으로 변하고, 수평 방향에서 광학축을 갖는 편광

판(119b)을 통과하며, 화이트 모드에서 디스플레이된다. 한편, 전압이 대향 전극(도시되지 않음)과 상기 픽셀 전 극(

도시되지 않음) 사이에 인가되면, 액정 분자가 상승하게 된다. 여기에서, 시계방향으로 회전하는 편광으로서 액정층(

117)상에 입사하는 광은 그대로 반사막(106)에 도달하고 반사막(106)에 의해 반시계방향으로 회전하는 편광으로 변

하고 반사된다. 반시계 방향으로 회전하는 편광은, 액정층(117)으로부터 방사된 후, 위상차 판(120b)에 의해 선형 편

광(수직광)으로 변하게 되고, 방사되지 않고 편광판(120b)에 의해 흡수된다. 상기로 인해 블랙 디스플레이가 야기된
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다.

[3] 하위 위치에 배치된 위상차 판과 편광판의 배치

다음으로, 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치가 투과형 액정 디스플레이 장치로서 기능하는 경우를 설명한다. 하

위 위치에 배치된 편광판(119a)과 각 위상차 판(120a)의 광학축의 배치각이 결정되어 전압 인가로 인해 블랙 디스플

레이가 이루어진다. 하위 위치에서의 편광판(119a)과 상위 위치에서의 편광판(119b)은 크로스 니콜(cross Nicol rel

ationship)을 생성하기 위한 방법, 즉, 하위 위치에서의 편광판(119a)이 편광판(119b)에 대해 90°로 회전하는 방향

으로 배치된다. 또한, 상위 위치에 배치된 위상차 판(120b)에 의한 영향을 상쇄(보상)하기 위해, 하위 위치에 배치된 

위상차 판(120a)을 상위 위치에 배치된 위상차 판(120b)에 대해 90°로 회전하는 방향에 배치한다. 전압이 인가되는

동안 액정 분자가 상승하므로, 광의 편광 상태는 변하지 않는다. 즉, 전압이 인가되어 액정 분자가 상승하는 상태는 그

사이에 크로스 니콜을 생성하도록 편광판(119a)과 편광판(119b)이 배치되는 상태와 광학적으로 동일하며, 따라서 전

압의 인가와 함께 블랙 디스플레이가 야기된다. 상기와 같이 구성됨으로써, 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의

액정 패 널에서 광학 소자의 배치 및 광학축의 배치각이 결정된다.

[4] 비틀림각의 설정

도 35는 상기 액정층(117)으로서 0.086의 굴절 이방성(Δn)을 갖는 네마틱 액정을 사용하고 상기 배치각에서 광학적

구성 요소를 배치함으로써 구성된 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서 반사갭(dr; 액정층의 층두께), 투과갭(

df; 액정층의 층두께) 및 액정의 비틀림각(0 내지 90°) 사이의 관계를 나타낸다. 또한, 도 36은 종래의 반투과형 액정

디스플레이 장치에서 반사갭(dr)과 투과갭(df)이 최적화될 때 획득되는 투과율, 반사율, 및 비틀림각(Φ; 0 내지 90°)

사이의 관계를 나타낸다. 일반적으로, 비틀림각이 작아지면, 투과 모드에서 광의 사용율이 더 높아지고 시야각이 흔

들릴때 발생하는 칼라 시프트가 더 커지게 된다. 도 35에서 명확히 나타난 바와 같이, 비틀림각(Φ)이 약 72°이면, 

반사갭(dr)과 투과갭(df)은 백색광의 반사율과 백색광의 투과율이 최대가 되도록 서로 동일하게 이루어진다. 또한, 비

틀림각(Φ)이 더 작아지면, 광학 반사갭(dr)이 최적 투과갭(df)보다 작아지게 된다.

도 35에서 명확히 나타난 바와 같이, 0.086의 굴절 이방성(Δn)을 갖는 네마틱 액정이 사용되고 비틀림각(Φ)이 약 7

2°로 설정되면, 최적 반사갭(dr) 및 투과갭(df)은 약 2.7㎛로 서로 동일하다. 비틀림각(Φ)이 약 0도로 설정되면, 최

대 반사갭(dr)은 약 1.5㎛이고 최대 투과갭(df)은 약 2.9㎛이다. 비틀림각(Φ)이 약 60도로 설정되면, 최대 반사갭(dr)

은 약 2.0㎛이고 최대 투과갭(df)은 약 2.8㎛이다.

상술한 바와 같이, 픽셀 영역의 반사 영역과 투과 영역을 통과하는 투과광의 광학 경로의 차이를 교정하고 종래의 반

투과형 액정 디스플레이 장치에서 출력광의 강도를 최적으로 수행하기 위해서는, 액정의 비틀림각에 의해 백색광의 

반사율 및 투과율이 최대가 된 최적의 반사갭(dr) 및 최적의 투과갭(df)을 도 35에 도시된 방법과 같이 설정할 필요가

있다. 따라서, 도 30에 도시된 바와 같이 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 경우에서와 같이 반사갭과 투과갭

이 상이하도록 능동 매트릭스 기판(112)의 단차를 설정하거나 도 33에 도시된 바와 같이 반사갭과 투과갭이 동일하

게 되도록 능동 매트릭스 기판(112)을 형성하여, 소정의 비틀림각에 따라 최적의 반사갭 및 최적의 투과갭을 얻는 고

안이 종래부터 사용되고 있다.

도 30을 참조하여 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 설명한다. 도 30에 도시된 반투과형 액정 디스플

레이 장치는 스위칭 소자로서 동작하는 TFT(박막 트랜지스터)가 형성된 능동 매트릭스 기판(112), 대향 기판(116), 

능동 매트릭스 기판(112)과 대향 기판(116) 사이에 삽입된 액정층(117), 능동 매트릭스 기판(112)의 배면 상에 배치

된 백라이트(118)를 포함한다.

능동 매트릭스 기판(112)은 투명 절연 기판(108), 투명 절연 기판(108) 상에 형성된 게이트 라인 및 데이터 라인(도

시되지 않음), 게이트 라인에 접속된 게이트 전극(101a). 게이트 절연막(109), 반도체층(103a), 반도체층(103a)의 양

단으로부터 인출되고 데이터 라인과 픽셀 전극(도시되지 않음)에 각각 접속된 드레인 전극(102a) 및 소스 전극(102b

), 및 패시베이션막(110)을 포함한다. 또한, 픽셀 영역(PX)은 백라이트(118)로부터 공급된 광을 투과시키는 투과 영

역(PXa)과 입사광을 반사하는 반사 영역(PXb)의 두 부분으로 나누어진다. 상기 투과 영역(PXa)에서, ITO(indium tin

oxide) 등으로 이루어진 투명 전극막(105)이 패시베이션막(110) 상에 형성된다. 상기 반사 영역(PXb)에서는, 유기막

등의 요철 형상의 막(111)을 통해 Al 또는 Al 합금으로 이루어진 반사 전극막(106a)이 투명 전극막(105)에 접속되도

록 형성되어 있다. 요철형 막(111) 상에 형성된 콘택트홀(107)을 통해 소스 전극(102b)에 접속되는 투명 전극막(105

)과 반사 전극막(106)은 픽셀 전극(도시되지 않음)으로서 동작한다. 투명 전극막(105)과 반사 전극막(106a) 상에 배

향막(129)이 형성된다. 여기에서, TFT(103)는 게이트 전극(101a), 게이트 절연막(109), 반도체층(103a), 드레인 전

극(102), 및 소스 전극(102b)으로 이루어진다. 한편, 대향 기판(116)은 투명 절연 기판(113), 칼라 필터(114), 블랙 

매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(115), 및 배향막(105)을 포함한다.

도 30에 도시된 구조를 갖는 반투과형 액정 디스플레이 장치는 투과 영역(PXa)에서, 능동 매트릭스 기판(112)의 배
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면으로부터 입사한 백라이트(118)의 광이 액정층(117)을 통과한 후 대향 기판(116)으로부터 출사되고, 반사 영역(P

Xb)에서는, 대향 기판(116)으로부터 입사된 주위 광이 액정층(117)을 통과한 후 반사 전극막(106a)에서 반사되어 액

정층(117)을 다시 통과하고 대향 기판(116)으로부터 출사된다. 반사갭(dr)을 투과갭(df)의 절반 정도(그러나 이 경우

에는 비틀림각(Φ)을 약 0도로 설정)가 되도록 요철 형상의 막(111) 상에 단차를 형성하고 투과 영역(PXa)과 반사 영

역(PXb) 각각을 통과하는 광의 광학 경로의 길이를 거의 동일하게 함으로써, 출사광의 편광 상태를 조정한다.

투명 전극과 반사판 사이에 투명 아크릴 수지로 이루어진 보호막이 삽입되도 록, 요철부를 갖는 반사판 상에 투명 전

극이 형성된 반사형 액정 디스플레이 장치가 일본 특개평 2001-221995호에 기재되어 있다. 상기 반투과형 액정 디

스플레이 장치에서 있어서는, 문제점, 즉, 투과 디스플레이 영역과 반사 디스플레이 영역에서 지연(retardation)이 상

이한 액정이 동일 구동 전압에 의해 배향되면, 높은 콘트라스트의 디스플레이를 얻을 수 없고 선명하게 디스플레이하

기 어렵다는 문제를 해결하기 위해서, 투과 디스플레이를 수행한 부분과 반사 디스플레이를 수행한 부분에서의 지연

이 가까운 범위가 되도록 조정이 수행된 후에 액정의 배향이 제어된다. 그러나, 상기 기재된 반투과형 액정 디스플레

이 장치에서는, 본 발명이 해결하고자 하는 문제점인, 전기 부식 반응에 의해 야기되는 디스플레이 결함 및 잔류 DC(

직류) 전압에 의해 야기되는 플리커에 관한 대응책을 마련하지 못한다.

또한, 상기 기재된 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서, 반사 전극막(반사판)이 픽셀의 중앙부에 형성되고 TF

T 장치가 반사판에 의해 피복되지 않으므로, 본 발명이 해결하고자 하는 상기 문제를 해결하지 못한다.

그러나, 이러한 상기 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치는 두 가지 문제점을 가지고 있다. 첫 번째 문제점은 종래

의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서, Al 및 Al 합금으로 이루어진 반사 전극막(106a)이 ITO로 이루어진 투명 전극

막(105) 상에 형성되므로, 반사 전극막(106a)에 패터닝을 수행하기 위해 사용 레지스트 패턴이 형성될 때 전기 부식 

반응으로 인해 Al 및/또는 ITO가 부식되어 버린다는 것이다. 또 른 문제(두 번째 문제점)는 반사 전극막(106a)의 영

역에서 생성된 잔류 DC 전압으로 인해 플리커가 발생한다는 것이다.

첫 번째 문제점인 전기 부식 반응에 대해 설명한다. 예를 들어, 도 30에 도시된 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장

치에서, 반사 전극막(106a)을 통해 TFT(103)에서 투명 전극막(105)을 소스 전극(102b)과 접속시키기 위해, 각 픽셀

내부에서 투명 전극막(105)과 반사 전극막(106a)이 서로 중첩되도록 형성되지만, 인접한 픽셀 사이는 전기적으로 분

리되어야 하므로, 하나의 픽셀에서의 투명 전극막(105)과 상기 픽셀에 인접한 다른 픽셀에서의 반사 전극막(106a)의 

중첩되어서는 안된다. 따라서, 도 31의 A에 도시된 바와 같이, 반사 전극막(106a)을 형성하는데 사용되는 레지스트 

패턴(121)이 형성되면, 픽셀 영역(PX)의 거의 전면 상에 형성된 각 픽셀에서 반사 전극막(106a)에 대한 도전막의 반

사 영역측만이 피복된다. 그러나, 도 31의 B에 도시된 바와 같이, 어떠한 이유로 인해 미리 형성된 투명 전극막(105)

의 단부(도 31의 B에 파선으로 둘러싸인 부분)의 반사 전극막(106a)에서 균열이 발생하면, 이 균열(127)을 통해 현상

액(126)이 반사 전극막(106a)으로 침투하게 된다.

반사 전극막(106a)을 이루는 Al 물질은 반응성이 높고 산소와 쉽게 반응하므로, 상술한 바와 같이 현상액(126)이 균

열(127)을 통해 침투하게 되면, Al 물질은 투명 전극막(105)을 구성하는 산화물 도전체인 ITO와 반응하게 된다. 그 

결과, 전해액으로서 기능하는 현상액(126)의 ITO 용해(환원)과 Al의 부식(산화)이 발생하고(전기 부식 반응), Al과 I

TO 사이에 접촉 불량이 발생하며, 밀착성이 나쁜 투명 전극(105)과 패시베이션막(110) 사이에 박리부(128)이 발생

하게 된다. 상기 전기 부식 반응은 이하와 같은 메커니즘에 의해 발생하게 된다.

[A] 격자 결함 및 불순물이 많은 Al 부분이 국부 애노드로서 용해되고, 핀홀이 발생한다.

[B] 현상액(126)이 핀홀을 통해 하층에 포함된 ITO와 접촉한다

[C] 현상액(126)에서 Al의 산화 전위와 ITO의 환원 전위 사이의 전위차(반응의 구동력으로서 기능)에 의해 다음 식

으로 나타나는 Al의 산화와 ITO의 환원이 촉진된다.

Al + 4OH - ->H 2 AlO 3 + H 2 O +3e (1)

In 2 O 3 + 3H 2 O + 6e -> 2In + 6OH - (2)

전기 부식 반응은 투명 전극막(105)과 반사 전극막(106a)의 레이아웃(즉, ITO와 Al의 중첩 상태)을 고려하여 어느 정

도 억제될 수는 있지만, ITO 상에 Al 또는 Al 합금이 형성된 구조에 있어서는 전기 부식 반응은 본질적인 문제이며 따

라서 전기 부식 반응의 발생을 미연에 확실히 방지할 수 있는 구조의 제안이 바람직한다.

그리고, 두 번째 문제점인 플리커에 대해 기술한다. 능동 매트릭스법으로 구동되는 반투과형 액정 디스플레이 장치는

통상 AC(교류) 전압으로 동작하고 기준 전압으로서 대향 전극에 인가된 전압을 사용하고 픽셀 전극에는 일정 시간마

다 정극성 및 음극성이 변하는 전압을 공급한다. 액정에 인가된 정전압과 부전압의 파형이 서로 대칭인 것이 바람직
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하지만, 파형이 대칭인 AC 전압을 픽셀 전극에 인가하 더라도, 액정에 실제 인가되는 전압의 파형은 후술하는 의도하

지 않은 DC 성분에 의해 대칭형이 되지 않는다. 그 결과, 정전압이 인가될 때의 광투과율과 부전압을 인가할 때의 광

투과율이 상이하고, 픽셀 전극에 인가된 AC 전압의 주기에 의해 휘도가 변하게 되어 플리커가 발생하게 된다. 후술하

는 바와 같이, 플리커는 액정 분자의 배향을 제어하기 위해 액정층(117)의 양측에 배치된 능동 매트릭스 기판(112)과

대향 기판(116)의 표면에 각각 형성된 배향막(129)으로 인해 야기된다.

상기 배향막(129)의 물질로서, 수백 옹스트롬 두께의 박막상에서 러빙 처리를 수행하기 때문에 막 자체의 기계적 강

도가 충분하고, 러빙 후에는 물이나 유기 용제로 세척되기 때문에 상기 용제에 대한 내성이 있고, 밀봉 물질로서 사용

되는 에폭시 수지가 액정 밀봉시 가열되고 경화되므로 내열성이 있는 폴리이미드 수지가 사용된다. 그러나, 상기 폴

리이미드는 러빙 처리나 강한 빛이 조사될 때 내부에 전자가 발생한다.

도 30에 도시된 반투과형 액정 디스플레이 장치에서, 능동 매트릭스 기판(112) 상에 투명 전극막(105)과 반사 전극

막(106a)이 형성되고, 그 상층(삽입된 액정층(117)의 표면측)에 폴리이미드로 이루어진 배향막(129)이 도포되지만 

상술한 바와 같이, 러빙 처리나 광조사에 의해 폴리이미드 내부에 전자가 발생한다. 반사 전극막(106a)을 구성하는 A

l의 표면은 산화되기 쉽고 폴리이미드와 Al 사이 의 계면에는 쇼트키 장벽이 발생하여 폴리이미드 내부의 전자가 밖

으로 빠져나가기가 어럽다. 한편, 투명 전극막(105)을 구성하는 ITO는 산화되지 않으므로, 쇼트키 장벽은 발생하지 

않고, 폴리이미드 내부에 축적된 전자는 밖으로 빠져나갈 수 있 다. 그 결과, 반사 전극막(106a) 상의 배향막(129)인 

폴리이미드에만 전자가 남게 되고 잔류 DC 전압이 발생한다. 픽셀 전극(도시되지 않음)에 인가된 DC 전압의 파형이 

DC 성분으로 인해 서로 대칭이 되지 않으므로, 플리커가 발생한다.

두 번째 문제도 능동 매트릭스 기판(112)의 최상층에 Al 등으로 이루어지는 반사 전극막(106a)이 형성되고, 그 상면

에 폴리이미드로 이루어지는 배향막(129)이 도포된 구조에서 본질적인 문제이며, 잔류 DC 전압으로 인한 플리커의 

발생을 억제할 수 있는 구조를 제안하는 것이 바람직하다.

발명의 서문

전기 부식 반응의 발생은 투명 전극막(105) 및 반사 전극막(106a)의 평면 레이아웃을 개선하고, 반사 전극막(106a)

의 구성을 개선함으로써 방지 가능하고 본 발명의 발명자는 도 32 및 도 33에 도시된 바와 같이 여러가지 개선을 하

였다. 도 32는 본 발명의 발명자에 의해 제안된 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시한다. 도 33은 도 32의 

반투과형 액정 디스플레이 장치의 H-H 라인을 따른 단면도이다.

도 32 및 도 33에 도시된 바와 같이, 반투과형 액정 디스플레이 장치를 구성하는 능동 매트릭스 기판(112)은 투명 절

연 기판(108), 상기 투명 절연 기판(108)상에 형성된 게이트 라인(101) 및 데이터 라인(102), 상기 게이트 라인(101)

에 접속된 게이트 전극(101a), 게이트 절연막(109), 반도체층(103a), 상기 반도체층(103a)의 양단으로부터 인출되고

상기 데이터 라인(102)과 픽셀 전극(도시되지 않음)에 각각 접속된 드레인 전극(102a) 및 소스 전극(102b), 패시베이

션막(110), 전체의 픽셀 영역(PX)상에 형성된 요철막(111), 투과 영역(PXa)의 상기 요철막(111)상에 형성된 투명 전

극막(105), 및 반사 전극막(106a) 및 투명 전극막(105)을 둘러싸는 모든 부분이 서로 겹치도록 형성된 적층 구성체를

갖는 반사 전극막(106a)을 포함하고, 전기 부식 반응을 억제하는 수단의 하나로서, 투명 전극막(105) 과 반사 전극막

(106a) 사이의 평면상의 위치 관계를 조정할 수 있는 구성이 제안되어 있다.

즉, 도 31에 도시된 바와 같이, 전기 부식 반응은 투명 전극막(105)의 단부(end)에서 박막으로 구성된 반사 전극막(1

06a)에서 발생된 균열(127)을 통해 현상액(126)의 스며듬에 의해 주로 발생된다. 상기 문제를 해결하기 위해, 도 32 

및 도 33에 도시된 바와 같이, 현상액(126)의 스며듬은 반사 전극막(106a) 및 투명 전극막(105)막을 둘러싸는 모든 

부분을 예컨데, 2㎛ 이상의 폭만큼 겹치게 하여 레지스트 패턴(121)으로 투명 전극막(105)의 단부를 둘러싸는 모든 

부분을 피복함으로써 방지된다.

본 발명자는 현상액(126)의 스며듬을 방지하는 여러 방법을 제안하였다, 즉, 전기 부식 반응은 Al의 핀홀을 통해 Al 

및 ITO 사이의 계면속으로 현상액(126)이 스며들어 생기는 것이기 때문에, 반사 전극막(106a)의 구성에 있어서, Al, 

Al 합금 등으로 구성된 금속막을 몰리브덴 등으로 구성된 배리어 금속막상에 적층하고, 각각의 금속막을 100nm 이상

의 두께로 하여 현상액(126)이 ITO막에 스며드는 것을 방지하였다. 더욱이, 투명 전극막(105)과 요철막(111) 사이의

계면에서의 박리를 방지하기 위해, 투명 전극막(105)의 형성 이전에 요철막(111)의 UV(자외선) 처리 및/ 또는 산소 

애싱 처리에 대한 최적의 조건을 선택함으로써, 투명 전극막(105)과 요철막(111) 사이의 밀착성이 개선되어 현상액(

126)이 스며듬을 방지한다.

전술한 바와 같은 여러 구성 및 제조 방법을 사용하여, 반사 전극막(106a)상에서의 패터닝을 실행하는데 사용되는 레

지스트 패턴의 형성시에 발생하는 전기 부식 반응을 방지할 수 있다. 그러나, 전술한 바와 같은 반투과형 액정 디스플

레이 장치에 있어서도, 폴리이미드로 구성된 배향막(129)은 반사 전극막(106a)상에 형성되고, 전술한 바와 같은 이유

로 인해, 잔류 DC 전압에 의해 야기된 플리커의 발생을 방지하지 못한다. 본 발명의 발명자는 전기 부식 반응 및 플리
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커의 발생이라는 상기 2가지의 문제를 동시에 해결할 수 있는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성에 대해 연구한 

결과, 종래의 반투과형 액정 디스플레이 장치와 반대되는 방식, 즉, Al 및 Al 합금으로 구성된 반사 전극막(106a)이 

하부층을 형성하도록 배치되고 ITO로 이루어진 투명 전극막(105)이 반사막(106)상에 직접 형성되거나 절연막이 반

사 전극막(106a)과 투명 전극막(105) 사이에 삽입되게 구성한 방식으로 투명 전극(105) 및 반사 전극막(106a)이 적

층되는 구성에 기초를 둔 반투과형 액정 디스플레이 장치를 사용함으로써 상기 2가지 문제를 동시에 효과적으로 해

결할 수 있다는 것을 발견하였다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

전술할 사정을 감안하여, 본 발명의 목적은 반사 전극막(이하, 단순히 반사막이라고 한다)과 투명 전극막 사이의 전기

부식 반응을 방지하고, 상기 반사막에서의 잔류 DC 전압에 의해 야기된 플리커의 발생을 방지할 수 있는 반투과형 액

정 디스플레이 장치, 및 그 제조 방법을 제공함에 있다.

본 발명의 제 1의 특징에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치는,

제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과,

상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 각각과 

상기 주사 전극 각각의 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과,

상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플

레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투

과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역에 있어서, 상기 투명 전극막은 상기 반사막의 적어도 일부분을 피복하도록 상기 반사막까지 

연장된다.

상기 구성에 있어서, 상기 투명 전극막은 상기 투명 전극막과 상기 반사막 사이에 삽입된 절연막을 통해 상기 반사막

상에 형성되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 투명 전극막은 상기 반사막상에 직접 형성되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 반사막은 상기 절연막에 형성된 콘택트홀을 통해 상기 투명 전극에 전기적으로 접속되는 

것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 각각의 상기 픽셀 영역에서, 상기 액정층에 인가된 전압 신호를 온 또는 오프로 하는 스위칭 소

자는 상기 제 2의 기판의 대향측의 상기 제 1의 기판의 표면상에 형성되고, 상기 반사막은 상기 스위칭 소자를 피복하

도록 형성되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 반사막은 상기 반사막과 상기 스위칭 소자 사이에 삽입된 요철 표면을 구비한 절연막으로 

상기 스위칭 소자를 피복하는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 콘택트홀은 상기 절연막과 공통으로 접하도록 형성되고, 상기 콘택트홀에 있어서, 상기 반사막 

및 상기 투명 전극막은 상기 스위칭 소자를 구성하는 복수의 전극 중의 임의의 전극에 전기적으로 접속되는 것이 바

람직하다.

상기 구성에 있어서, 제 1의 콘택트홀과 제 2의 콘택트홀은 상기 절연막에 형성되고, 상기 반사막은 상기 제 1의 콘택

트홀을 통해 상기 스위칭 소자의 하나의 전극에 전기적으로 접속되고, 상기 투명 전극막은 상기 제 2의 콘택트홀을 통

해 상기 스위칭 소자의 하나의 전극에 전기적으로 접속되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 액정층에 전압 신호를 인가하는데 사용되는 신호 라인을 게이트층으로부터 인출하는 G-D(

게이트-드레인) 변환부가 상기 투과 영역 및 상기 반사 영역 외측에서 상기 제 2의 기판의 상기 대향측의 상기 제 1의

기판의 표면상에 형성되는 것이 바람직하다.
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상기 구성에 있어서, 상기 반사막은 Al(알루미늄) 또는 Al 합금을 포함한 도전 재료로 이루어지고，상기 투명 전극막

은 ITO(Indium Tin Oxide)로 이루어지는 것이 바람직하다.

본 발명의 제 2의 특징에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치는,

제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과,

상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 각각과 

상기 주사 전극 각각의 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과,

상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플

레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투

과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역에 있어서, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 1의 갭과, 상기 

투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭은 상기 액정층의 비틀림각에 따라 화이트 디스플

레이에 있어서의 반사율 또는 투과율이 최대가 되도록 조정된다.

상기 구성에 있어서, 상기 액정의 비틀림각이 약 72°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 

영역의 상기 제 2의 갭과 거의 일치하도록 조정되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 액정의 비틀림각이 약 0°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 

영역의 상기 제 2의 갭의 거의 절반이 되도록 조정되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 액정의 비틀림각이 약 60°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 

영역의 상기 제 2의 갭의 거의 70%가 되도록 조정되는 것이 바람직하다.

본 발명의 제 3의 특징에 있어서, 제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기

판과, 상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 

각각과 상기 주사 전극 각각의 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기

판과, 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과, 상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 

포함하고, 각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으

로 디스플레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의

광을 투과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하는 반투과형 액정 디스플레

이 장치의 제조 방법은,

상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사 영역 을 구성하는 상기 반사막을 형성하는 제 1

의 단계와,

상기 투명성 전극막이 상기 반사막의 일부 또는 전부를 피복하도록 상기 투과 영역을 구성하는 상기 투명 전극막을 

형성하는 제 2의 단계를 포함한다.

상기 구성에 있어서, 상기 제 1의 단계와 상기 제 2의 단계의 사이에 상기 반사막상에 절연막을 형성하는 제 3의 단계

를 더 포함하는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 절연막에 상기 반사막과 상기 투명 전극막을 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀을 형성하

는 제 4의 공정을 더 포함하는 것이 바람직하다.

본 발명의 제 4의 특징에 있어서, 제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기

판과, 상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 

각각과 상기 주사 전극 각각의 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기

판과, 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과, 상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 

포함하고, 각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으

로 디스플레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의
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광을 투과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하는 반투과형 액정 디스플레

이 장치의 제조 방법은,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 상기 액정층을 삽입함으로써, 상기 액정층의 비틀림각에 따라 화이트 디

스플레이에 있어서의 반사율 또는 투과율이 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 

사이의 제 1의 갭과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조정 단계를 포

함하고,

상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사 영역을 구성하는 상기 반사막을 형성하는 단계

와, 상기 반사막의 일부 또는 전부를 덮도록 상기 투과 영역을 구성하는 상기 투명 전극막을 형성하는 단계에 의해, 상

기 제 1의 기판이 형성된다.

상기 구성에 있어서, 상기 반사막과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 요철 표면을 구비하는 절연막을 통해 상기 제 2

의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사막을 형성함으로써 화이트 디스플레이에 있어서의 반사율

또는 투과율이 상기 액정층의 비틀림각에 따라 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기

판 사이의 제 1의 갭과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조정이 실행

되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면 처리에 의해 화이트 디스플레이에 있어서

의 반사율 또는 투과율이 상기 액정층의 비틀림각에 따라 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 

제 2의 기판 사이의 제 1의 갭과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조

정이 실행되는 것이 바람직하다.

상기 구성에 있어서, 상기 절연막의 막두께는 상기 투과 영역과 상기 반사 영역 사이에서 상이하게 되는 것이 바람직

하다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 최상의 양호한 실시예는 첨부 도면을 참조하면서 여러 실시예를 사용하여 설명될 것이다.

도 1은 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 평면도이다. 도 2는 도 1

의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 A-A 라인을 따른 단면도이다. 도 3의 A, B, 및 C는 본 발명의 제 1의 실시예에 

따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 구성하는 능동 매트릭스 기판의 제조 방법에 대한 공정도이다. 도 4의 A 및 B

는 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 구성하는 능동 매트릭스 기판의 제조 방법에 

대한 다른 공정도이다. 도 5는 본 발명의 제 1의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 능동 매트릭스 기판

의 다른 구성을 도시하는 평면도이다. 도 6은 도 1의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 변형예(비틀림각은 약 

0°로 설정됨)의 단면도이다. 도 7은 도 1의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 변형예(비틀림각은 약 60°로 

설정됨)의 단면도이다. 또한, 하기에 기술하는 실시예에 있어서, 비틀림각은 72°로 설정되는, 즉, 반사갭과 투과갭이

동일한 경우가 설명된다.

제 1의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 스위칭 소자로서 동작하는 TFT

(3)가 상부에 형성된 능동 매트릭스 기판(12), 대향 기판(16), 상기 능동 매트릭스 기판(12)과 상기 대향 기판(16) 사

이 에 끼워진 액정층(17), 상기 능동 매트릭스 기판(12)의 후면상에 배치된 백라이트 광원(18), 상기 능동 매트릭스 

기판(12)과 상기 대향 기판(16) 각각의 외측에 배치된 위상차 판(λ/4 판)(20a, 20b) 및 편광판(19a, 19b)을 포함한

다.

상기 능동 매트릭스 기판(12)은 투명 절연 기판(8), 상기 투명 절연 기판(8)상에 형성된 게이트 라인(주사 전극)(1) 및

데이터 라인(신호 전극)(2), 상기 게이트 라인(1)에 접속된 게이트 전극(주사 전극)(1a), 공통 기억 라인(4), 보조 용량

전극(4a), 게이트 절연막(9), 반도체 층(3a), 상기 반도체 층(3a)의 양 단부로부터 인출되고 상기 데이터 라인(2) 및 

픽셀 전극(후술함)에 각각 접속된 드레인 전극(2a), 소스 전극(2b), 용량용 축적 전극(2c), 패시베이션막(10)을 포함

한다. 픽셀 전극은 신호 전극(2)과 주사 전극(1) 사이의 교점과 일대일 대응 관계로 구성된다. 각각의 픽셀 영역(PX)

은 백라이트 광원(18)으로부터 공급된 광이 투과되도록 하는 투과 영역(PXa), 및 입사된 주위광이 반사되도록 하는 

반사 영역(PXb)으로 구성되고, 상기 투과 영역(PXa)과 상기 반사 영역(PXb) 각각은 유기막 등으로 구성된 요철 형상

의 막(11)에 의해 피복된다. 반사 영역(PXb)내에, Al 또는 Al 합금으로 이루어진 반사막(6)(본 실시예에서, 반사 영역

(PXb)에 형성된 금속막은 전극으로서 형성될 필요가 없기 때문에, 단순히 반사막(6)이라고 함)이 형성되고 ITO(Indiu

m Tin Oxide) 등으로 구성된 투명 전극막(5)은 상기 투명 전극막(5)과 반사막(6) 사이에 끼워진 제 2의 패시베이션막

(24)을 통해 반사막(6)의 모든 표면을 피복하도록 픽셀 영역(PX)을 통해 형성된다. 콘택트홀(7)을 통해 소스 전극(2b
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)에 접속된 상기 투명 전극막(5)은 픽셀 전극으로서 기능하고, 폴리이미드 등으로 구성된 배향막(29)은 투명 전극막(

5)상에 형성된다. TFT(3)는 게이트 전극(1a), 게이트 절연막(9), 반도체 층(3a), 드레인 전극(2a), 및 소스 전극(2b)으

로 구성된다. 반면에, 대향 기판(16)은 투명 절연 기판(13), 컬러 필터(14), 블랙 매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(

15), 배향막(29)을 포함한다.

상기 상술된 바와 같이, 반사막(6) 위에 제 2의 패시베이션막(24)을 개재하여 투명 전극막(5)을 형성함으로써, 반사막

(6)의 가공에 사용되는 레지스트 패턴의 형성시에 투명 전극막(5)을 구성하는 ITO는 형성되지 않고, 따라서, 현상액

이 Al의 핀홀을 투과하더라도, 어떠한 전기 부식 반응도 발생하지 않고, 따라서, 박리 등과 같은 픽셀 결함의 발생을 

방지할 수 있게 된다. 그러나, 반사막(6)과 투명 전극막(5)이 종래 기술의 반투과형 액정 디스플레이 장치에서 활용된

것과 반대 방식으로만 적층되면, 반사막(6)의 단부에 투명 전극막(5)에 의한 커버리지가 투명 전극막(5)을 가공하기 

위해 사용되는 레지스트 패턴의 형성시에 불충분하면, 하층의 Al막이 현상액과 접촉하게 되어, 결과적으로, 전기 부식

반응과 Al 및/또는 ITO의 부식을 유발하게 된다.

이 문제점을 해결하기 위해, 제 1의 실시예에 있어서는, 투명 전극막(5)이 반사막(6) 상에 형성될 때, 반사막(6)을 둘

러싸는 모든 부분 위에서 반사막(6)과 투명 전극막(5)이 중첩하도록 레이아웃이 만들어진다. 특히, 도 1 및 도 2에 도

시된 바와 같이, 반사막(6)은 TFT(3)의 상층을 포함하는 반사 영역(PXb)에 형성되고 투명 전극막(5)은 반사막(하층)

(6)을 완전히 덮도록 픽셀 영역(PX) 전체에 걸쳐 형성된다.

따라서, 투명 전극막(5)의 가공에 사용될 레지스트 패턴의 형성시, 반사막(6)은 투명 전극막(5)과의 사이에 제 2의 패

시베이션막(24)을 끼운 상태로 투명 전극막(5)에 의해 완전히 덮히기 때문에, Al막의 현상액과의 접촉을 방지할 수 

있다. 이에 의해, Al과 ITO 사이의 전기 부식 반응이 확실히 방지되고 전기 부식 반응에 의해 야기되는 고장(failure)

의 발생이 방지된다.

또한, 상기 상술된 바와 같이, TFT(3)를 반사막(6)으로 덮음으로써, 외부로부터의 광이 TFT(3)에 들어가는 경우에

도, 반사막(6)은 입사광을 성공적으로 차단한다. 이에 의해, 입사광에 의해 야기되는 광전 효과에 의해 TFT의 OFF 

전류가 증가되어 오동작이 발생하는 불편을 방지할 수 있게 된다. 그러나, 반사막(6)과 TFT(3) 사이의 간격이 너무 

짧으면, TFT(3)에 인가되는 전압(특히 게이트 전압)에 의한 영향으로 인해, 반사막(6)의 전위가 변동되어, 액정의 제

어된 전계를 교란하게 된다. 이 문제점을 해결하기 위해서, 본 실시예에 있어서는, TFT(3) 상에 요철 형상의 막(11)을

형성하는 것에 의해, TFT(3)와 반사막(6) 사이의 간격을 길게 하여, TFT(3)에 인가되는 전압에 의한 반사막(6)에 대

한 영향을 감소시킨다.

또한, 반사막(6)이 투명 전극막(5)의 사이에 제 2의 패시베이션막(24)을 끼운 상태로 투명 전극막(5)에 의해 도포되기

때문에, 능동 매트릭스 기판(12)의 상면 상에 형성되는 배향막(29)을 구성하는 폴리이미드막이 반사막(6)을 구성하는

Al과의 접촉을 피할 수 있고, 따라서, 폴리이미드 내에 전하의 축적이 방지될 수 있고 잔류 DC 전압에 의한 플리커의 

발생이 방지될 수 있으며, 이에 의해 전기 부식 반응과 플리커를 포함하는 두 문제점을 동시에 해결할 수 있게 된다.

또한, 본 실시예에 있어서, 배향막(29)을 구성하는 폴리이미드막이 반사막(6)을 구성하는 Al막과의 접촉을 피할 수 

있을지라도, 투명 전극막(5)을 구성하는 ITO가 능동 매트릭스 기판(12)의 상면 상에 형성되기 때문에, ITO는 폴리이

미드막과 접촉하게 된다. 그러나, ITO가 산화되지 않으면, 쇼트기 장벽(Schottky barrier)이 생성되지 않고, 러빙 처

리 등으로 인해 생성되는 전자가 ITO에서 외부로 나가기 때문에, 잔류 DC 전압이 발생하지 않는다.

또한, 반투과형 액정 디스플레이 장치의 반사막(6)과 투명 전극막(5) 사이의 관계는 각 픽셀 또는 하나의 픽셀을 구성

하는 각 세그먼트(서브 픽셀)에 적용된다. 이 사실은 하기에 설명될 다른 실시예에서도 마찬가지이다.

본 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치를 제조하기 위한 방법이 도 3 및 도 4를 참조하여 공정 순서대로 설명될 

것이다. 또한, 반투과형 액정 디스플레이 장치를 제조하기 위한 방법에 부가하여, G-D 변환이 수행되는 G-D 변환부 

제조 방법도 설명한다. G-D 변환부는 도전성 실에 의한 인출 배선 사이의 쇼트를 방지하기 위해 필요하다. G-D 변환

부의 기능은, 드레인 전극이 외부로 인출될 때, 쇼트의 발생을 포함하는 구조적 제한으로 인해 직접적으로 인출하는 

것이 어렵기 때문에, 드레인 전극은 투명 전극막을 통한 게이트층을 사용하여 인출된다.

먼저, 도 3의 A에 도시된 바와 같이, 유리 등으로 이루어진 투명 절연 기판(8) 전체에 Cr(크롬)과 같은 금속을 퇴적하

고 공지의 포토리소그래피와 에칭 방법을 사용하여 원하지 않는 금속을 제거함으로써, 게이트 라인(1)(도시되지 않음

), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4)(도시되지 않음), 및 보조 용량 전극(4a)(도시되지 않음)이 형성된다. 도 3에 도

시되지 않은 소자는 도 1에 도시된다. 다음으로, SiO 2 (이산화실리콘), SiN x (질화실리콘), SiO x (산화실리콘) 등

으로 이루어진 게이트 절연막(9)이 투명 절연 기판(8)의 전면 상에 형성된다. 그 다음, 게이트 절연막(9)의 전면 상에 

a-Si(비정질 실리콘) 등을 퇴적한 후, 패터닝 동작이 수행되어 반도체층(3a)으로 동작하는 아일랜드부를 형성한다. 

다음에, 전면에 Cr과 같은 금속을 퇴적한 후, 패터닝 동작을 수행하여 데이터 라인(2)(도시되지 않음), 드레인 전극(2

a), 소스 전극(2b), 및 용량용 축적 전극(capacitive accumulating electrode; 2c)(도시되지 않음)을 형성한다. TFT
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는 상기 상술된 공정에 의해 된다. 그 다음, TFT(3)를 보호하기 위해, SiN x 막 등으로 이루어진 패시베이션막(10)이

플라즈마 CVD(Chemical Vapor Deposition)법 등에 의해 전면에 퇴적된다. 또한, 투명 절연 기판(8) 위의 픽셀 영역

(PX)의 외부에, 상기 상술된 G-D 변환부와 단자부가 형성된다.

다음에, 도 3의 B에 도시된 바와 같이, 스핀 코팅법을 사용하여 감광성 아크릴 수지(예를 들면 일본 JSR사의 PC403, 

415G, 405G 등)를 갖는 패시베이션막(10)을 코팅하는 것에 의해, 요철 형상의 막(11)이 픽셀 영역(PX)에 형성된다. 

요철 형상의 막(11)을 형성하는 이유는 반사 영역(PXb)으로 들어간 주위광이 내부의 반사막(6)에 의해 반사될 때 생

성되는 반사광의 가시성(visibility)을 향상시키기 위해서이다. 또한, 감광성 아크릴 수지로 이루어진 요철 형상의 막(

11)의 오목부는 상대적으로 적은 양의 광에 노출되고 볼록부는 광에 노출되지 않는다. 콘택트홀(7)을 구성하는 영역, 

G-D 변환부, 및 단자부는 상대적으로 많은 양의 광에 노출된다.

이러한 노광 공정은, 예를 들면, 요철 형상의 막의 볼록부에 대응하는 부분에 형성된 반사막, 콘택트홀, G-D 변환부, 

및 단자부에 대응하는 부분에 형성된 투과막, 및 요철 형상의 막의 오목부에 대응하는 부분에 형성된 반투과막을 갖는

하프-톤(그레이-톤) 마스크를 사용하는 것에 의해 수행될 수 있다. 따라서, 하프-톤 마스크에 의해 1회의 노광만으로

요철부를 형성할 수 있다. 또한, 요철부는 포토마스크로서 반사막(6)과 투과막만을 사용하는 것으로도 형성될 수 있

다. 또한, 요철부는 콘택트홀(7)과 오목부를 개별적으로 노광하고 노광에 사용되는 광량을 변경함으로써 형성될 수도

있다.

그 다음, 오목부, 볼록부, 콘택트홀(7) 등의 각각에서의 알칼리성 현상액에 의한 용해 속도의 차이를 사용하여 요철부

가 형성된다. 또한, 도 3의 B에 있어서, 요철 형상의 막(11)은 반사 영역(PXb)과 투과 영역(PXa)을 포함하는 전체 픽

셀 영역(PX)에 형성되지만, 투과 영역(PXa)에 형성될 요철 형상의 막(11)의 표면은 요철부를 형성하지 않고 편평하게

될 수 있다. 또한, 요철 형상의 막(11)이 투과 영역(PXa) 상에 형성되면, 요철 형상의 막(11)에 의해 야기되는 투과된 

광의 감쇠를 억제하기 위해서, 전면에 대해 노광 처리가 수행되고 아크릴 막에 대해서 탈색 처리가 수행된다. 그 다음,

예를 들면, 200℃에서 약 한 시간 동안의 경화(curing)에 의해, 소정 형상을 갖는 요철 형상의 막(11)이 형성될 수 있

다.

상기 상술된 바와 같이, TFT(3)와 TFT(3)상에 형성될 반사막(6) 사이의 간격이 너무 작으면, 반사막(6)의 전위는 T

FT(3)에 인가되는 게이트 전압 등으로 인해 변동되고, 이에 의해 액정의 제어된 전계를 교란하여 디스플레이 품질을 

저하시킨다. 따라서, 본 실시예에 있어서는, 요철 형상의 막(11)이 TFT(3) 상에도 형성된다.

다음에, 도 3의 C에 도시된 바와 같이, 스퍼터링법 또는 증착법을 사용하여 전면에 Al을 퇴적한 후, 팩셀 영역(PX)의 

반사 영역(PXb)만을 레지스트 패턴으로 도포하고 건식 또는 습식 에칭에 의해 노출된 Al을 부분적으로 패턴화하는 

것에 의해, 반사막(6)이 형성된다. 이 때, 외부로부터의 광이 TFT(3)에 입사하지 못하도록 반사막(6)은 TFT(3) 상에

도 형성된다. 이 경우, 반사막(6)은 게이트 라인(1)과 데이터 라인(2)에 의한 영향이 억제되고 요철 형상의 막(11)이 

투명 전극막(5)에 의해 완전히 도포되도록 반사막(6)은 게이트 라인(1)과 데이터 라인(2)의 안쪽 영역에 형성된다. 또

한, 반사막(6)에 대한 재료로서, Al 또는 Al 합금이 보통의 경우에 사용되지만, 본 발명은 이에 제한되지 않고, 고반사

성을 가지며 액정 제조 공정에서 적절하게 사용될 수만 있으면, 어떠한 금속이라도 활용될 수 있다.

다음에, 도 4의 A에 도시된 바와 같이, 플라즈마 CVD법을 사용하여 SiO x 로 이루어진 절연막이 전면에 퇴적된 후, 

절연막 상에 레지스트 패턴을 형성함으로써, 제 2의 패시베이션막(24)이 형성된다. 그 다음, 제 2의 패시베이션막(24)

, 패시베이션막(10), 및 게이트 절연막(9)의 노출된 부분에 선택적인 에칭을 수행하는 것에 의해, 콘택트홀(7)이 형성

되고, 이에 의해, 소스 전극(2b)은 각각의 콘택트홀(7)을 통해 노출된다. 이때, 콘택트홀(7)은 픽셀 영역뿐만 아니라, 

G-D 변환부와 단자부 에도 형성된다.

다음에, 도 4의 B에 도시된 바와 같이, 스퍼터링법을 사용하여 전면에 ITO 등으로 이루어진 투명 도전막이 퇴적된 후

, 레지스트 패턴을 사용하는 것에 의해, 각 픽셀의 전면을 도포하는 투명 전극막(5), G-D 변환 전극(22), 및 단자 전극

(23)이 동시에 형성된다. 이 때, 하층으로서 기능하는 반사막(6)의 전기 부식 반응을 방지하기 위해서, 투명 전극막(5)

은, 예를 들면, 게이트 라인(1)과 데이터 라인(2) 상의 영역으로 연장하도록 형성되어, 반사막(6)의 전면이 도포된다. 

반사막(6)과 투명 전극막(5)의 레이아웃 구조와 적층 구조를 활용함으로써, 반사막(6)은 현상액과의 접촉을 방지할 

수 있다.

본 실시예에 있어서, 반사막(6)과 투명 전극막(5) 사이에 제 2의 패시베이션막(24)이 형성되기 때문에, 반사막(6)을 

전기적 부유 상태에 놓이게 하여, TFT(3)에 인가되는 게이트 전압으로 인해 반사막(6)의 전위가 변동된다. 그러나, 

상기 상술된 바와 같이, TFT(3) 상에 요철 형상의 막(1)을 형성하고 요철 형상의 막(11)을 사용하여 TFT(3)와 반사

막(6) 사이의 간격을 유지함으로써, 반사막(6)에 대한 TFT(3)에 의한 영향을 완전히 감소시킬 수 있다.

그 다음, 폴리이미드로 이루어진 배향막(29)이 투명 전극막(5) 상에 형성되어 능동 매트릭스 기판(12)의 형성을 완료

한다. 다음에, 투명 절연 기판(13) 상에 칼라 필터(14), 블랙 매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(15), 배향막(29)이 
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순차적으로 형성된 대향 기판(16)이 마련된다. 그 다음, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16) 사이에 액정을 삽입

하고, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16)의 양측에 각각 위상차 판(phase difference plates; 20a, 20b)과 편광

판(19a, 19b)을 배치하고, 능동 매트릭스 기판(12)의 한 측면에 위치된 편광판(19a)의 후면에 백라이트 광원(backlig

ht source; 18)을 위치시킴으로써, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같은 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다.

본 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치와 그 제조 방법에 따르면, 투명 전극막(5)이 반사층(6)과의 사이에 제 2

의 패시베이션막(24)을 끼운 상태로 반사층(6) 위에 형성되기 때문에, Al과 ITO 사이의 전기 부식 반응이 방지될 수 

있고 픽셀 결함의 발생이 방지될 수 있으며, 폴리이미드막(배향막(29))이 Al막(반사막(6))과의 접촉을 피할 수 있기 

때문에, 잔류 DC 전압에 의해 야기되는 플리커가 방지될 수 있다. 또한, G-D 변환은 액정 패널의 바깥 영역에서 수행

될 수 있다.

또한, 본 실시예에 있어서, 반사 영역(PXb)과 투과 영역(PXa) 둘 다에 제 2의 패시베이션막(24)이 위치되는 예가 설

명되었다. 그러나, 제 2의 패시베이션막(24)은 반사막(5)과 투명 전극막(5)의 직접적인 접촉을 방지할 목적으로 배치

되기 때문에, 도 5에 도시된 바와 같이, 제 2의 패시베이션막(24)은 반사막(6) 상에만 형성될 수도 있다. 이 경우, SiN

x 막이 도 4의 A에 도시된 공정에서 형성된 후, 소스 전극(2b)뿐만 아니라 G-D 변환부와 단자부에도 콘택트홀(7)이 

형성되기 이전에, 투과 영역(PXa)의 제 2의 패시베이션막(24)은 마스크로서 레지스트 패턴을 사용하여 제거된다. 또

한, Al과 SiN x 막을 연속적으로 형성하고 투과 영역(PXa)의 제 2의 패시베이션막(24)과 반사막(6)을 마스크로서 레

지스트 패턴을 사용하여 동시에 제거한 후, 상기 상술된 것과 거의 동일한 공정이 수행될 수도 있다. 이렇게 하여, 도 

5에 도시된 구성을 갖는 능동 매트릭스 기판(12)이 완성되고 이 능동 매트릭스 기판(12)을 사용하는 반투과형 액정 

디스플레이 장치가 제조될 수 있다.

또한, 본 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서, 비틀림각이 약 72°로 설정된 액정이 사용되기 때문에, 

반사갭(dr)은 투과갭(df)과 동일하게 된다. 즉, 반사 영역(PXb)에 형성된 요철 형상의 막(11)의 막두께는 투과 영역(P

Xa)에 형성된 요철 형상의 막(11)의 막두께와 동일하다. 그러나, 종래의 기술에서 도시된 바와 같이, 비틀림각이 약 0

° 또는 약 60°로 설정되더라도, 반사갭(dr)과 투과갭(df)을 변경함으로써, 외부로 나가는 광의 최적의 강도를 얻을 

수 있다.

도 6은 본 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 수정예의 단면도이다. 제 1의 수정예의 반투과형 액정 

디스플레이 장치에 있어서, 액정의 비틀림각을 약 0°로 설정하고, 반사 영역(PXb)에만 요철 형상의 막(11)을 형성하

고, 요철 형상의 막(11)의 막두께를 약 1.4㎛(2.9㎛-1.5㎛)로 설정함으로써, 반사갭(dr)은 약 1.5㎛가 되도록 최적화

된다. 이 구조는, 예를 들면, 도 3의 B의 공정으로 요철 형상의 막(11)을 형성할 때에, 감광성의 아크릴 수지의 도포 

조건을 조정하여 약 1.4㎛의 막두께가 되도록 설정하고, 소스 전극(2b) 상에 콘택트홀(7)을 형성할 때에 투과 영역(P

Xa)의 요철 형상의 막(11)을 제거함으로써 달성될 수 있다. 그 후, 상술의 공정과 거의 같은양의 공정을 행하는 것에 

의해, 그 비틀림각이 약 0°로 설정되고, 그 반사갭(dr)이 약 1.5㎛이며, 그 투과갭(df)이 약 2.9㎛인 반투과 형 액정 

디스플레이 장치가 도 6에 도시된 바와 같이 최종적으로 제조된다.

도 7은, 본 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 수정예를 나타내는 단면도이다.

제 2의 수정예의 반투과형 액정 디스플레이 장치는, 도 7에 도시된 바와 같이, 액정의 비틀림각을 약 60°로 설정하

고, 요철 형상의 막(11)을 반사 영역(PXb) 및 투과 영역(PXa)의 쌍방에 형성하고, 투과 영역(PXa)의 요철 형상의 막(

11)의 막두께를 약간 얇게 설정함으로써, 반사갭(dr)을 약 2.0㎛, 투과갭(df)를 약 2.8㎛로 최적화한 것이다. 이 경우, 

반사갭(dr)은 투과갭(df)의 약 70％가 된다. 이 구조를 실현하기 위해서는, 감광성의 아크릴 수지의 두께를 정확하게 

제어하는 것이 어렵기 때문에, 도 7에 도시한 바와 같이, 요철 형상의 막(11)을 반사 영역(PXb)과 투과 영역(PXa)의 

쌍방에 형성한 후(투과 영역의 표면의 요철은 없어도 된다), 대향 기판(16)의 투과 영역(PXa)에만 깊이 약 0.8㎛(2.8

㎛－2.0㎛)의 홈부(hollow)를 설치함으로써, 투과갭을 조정하는 것이 바람직하다. 또, 이 구조는, 예를 들면, 칼라 필

터(14)가 제조되는 동안 칼라 필터(14)에 홈부를 형성하고, 투명 절연 기판(13)에 미리 홈부를 형성함으로써 달성될 

수 있다. 그 후, 상술의 공정과 거의 같은 공정을 행하는 것에 의해, 최종적으로 도 7에 도시된 바와 같은 비틀림각이 

약 60°로 설정되고, 반사갭(dr)이 약 2.0㎛, 투과갭(df)이 약 2.8㎛의 반투과형 액정 디스플레이 장치를 제조한다.

실시예2

도 8은 본 발명의 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성을 도시하는 단면도이다. 도 9의 A, B,

및 C는 본 발명의 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법을 공정 순서대로 도시하는 도면

이다. 도 10의 A 및 B는 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법을 공정 순서대로 도시하

는 도면이다. 도 11은 도 8의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 수정예(비틀림각이 0°로 설정됨)의 단면도이

다. 도 12는 도 8의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 수정예(비틀림각이 60°로 설정됨)의 단면도이다. 제 2

의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성이 제 1의 실시예의 구성과 다른 점은, 제조 공정을 간단하게 하기

위해서, 제 2의 패시베이션막의 형성이 불필요하게 되고 투명 전극막(5)이 반사막(6) 상에 직접적으로 형성된다는 점
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이다. 또한, 하기에 설명될 예에 있어서, 비틀림각이 약 72°로 설정된 경우, 즉 반사갭이 투과갭과 동일하게 설정된 

경우가 설명될 것이다.

제 2의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서, 도 8에 도시된 바와 같이, Al 또는 Al 합금으로 이루어진 

반사막(6)은 픽셀 영역(PX)의 반사 영역(PXb)에 형성되고, ITO 등으로 이루어진 투명 전극막(5)은 반사막(하층)을 

완전히 도포하도록 픽셀 영역(PX) 전체에 걸쳐 형성되며, 따라서, 투과 영역(PXa)은 반사 영역(PXb)을 제외한 픽셀 

영역(PX)에 형성된다. 또한, 본 실시예에 있어서, 하기에 설명되는 바와 같이, 반사막(6)은 투명 전극막(5)에 연결되어

픽셀 전극의 일부로서 사용된다. 상기 상술된 것 이외의 구성은 제 1의 실시예의 구성과 동일하다. 따라서, 도 8에 있

어서, 도 1의 소자에 대응하는 소장에는 동일한 도면 부호를 병기하고 그 설명은 생략한다.

다음에, 제 2의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법이 도 9의 A, B 및 C와 도 10의 A 및 B를 

참조하여 공정 순서대로 설명 먼저, 제 1의 실시예의 경우에서와 같이, 도 9의 A에 도시된 바와 같이, 게이트 라인(1)(

도시되지 않음), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4)(도시되지 않음), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4)(도시되지 

않음), 및 보조 용량 전극(4a)(도시되지 않음)이 제 1의 실시예에서 활용된 것과 거의 동일한 방벙에 의해 유리 등으로

이루어진 투명 절연 기판(8) 상에 형성되고, 게이트 전극(1a)과의 사이에 게이트 절연막을 끼운 상태로 반도체층(3a)

이 형성된다. 다음에, 데이터 라인(2)(도시되지 않음), 드레인 전극(2a), 소스 전극(2b), 및 용량성 축적 전극(2c)(도시

되지 않음)이 형성되어 TFT(3)를 구성하고 그 후 패시베이션막(10)이 형성된다. 도 9에 도시되지 않은 소자는 도 1에

도시된다.

다음에, 도 9의 B에 도시된 바와 같이, 제 1의 실시예에서의 방법과 동일한 방법에 의해, 감광성 아크릴 수지로 패시

베이션막(10)이 도포된 후, 콘택트홀(7), 픽셀 영역(PX)의 외부에 위치된 G-D 변환부 및 단자 영역에서 아크릴 수지

를 제거하고, 그 다음 TFT(3)를 포함하는 투과 영역(PXa)과 반사 영역(PXb)에 요철 형상의 막(11)을 형성한다. 이 

경우, 요철 형상의 막(11)에 의해 야기되는 투과된 광의 감쇠를 방지하기 위해서, 전면에 노광 처리를 시행하고 아크

릴 막의 탈색을 수행하는 것이 바람직하다.

그 다음, 도 9의 C에 도시된 바와 같이, 제 1의 실시예의 방법과 거의 동일한 방법에 의해, Al이 전면에 형성된 후, 투

과 영역(PXa)의 Al은 마스크로서 레지 스트 패턴을 사용하는 것에 의해 제거되고 반사막(6)은 반사 영역(PXb)에서만

형성된다. 이 때, 외부로부터 공급된 광이 TFT(3)로 들어가는 것을 방지하기 위해서, 반사막(6)이 TFT(3) 상에 형성

되는 것이 바람직하다.

그 다음, 도 10의 A에 도시된 바와 같이, 콘택트홀(7) 아래에 형성된 패시베이션막(10), G-D 변환부와 단자부의 패시

베이션막(10) 및 게이트 절연막(9)을 선택적으로 에칭함으로써, 소스 전극(2)이 노출되고 G-D 변환부 및 단자부에도

콘택트홀(7)이 형성된다.

그 다음, 도 10의 B에 도시한 바와 같이, 전면에 ITO를 형성한 후, 마스크로서 레지스트 패턴을 사용함으로써, 픽셀 

영역의 투과 영역(PXa)과 반사 영역(PXb)의 반사막(6) 상의 투명 전극막(5)(픽셀 전극), G-D 변환 전극(22), 및 단자

전극(23)이 동시에 형성된다. 제 2의 실시예에 있어서, 제 1의 실시예의 경우와는 달리, 반사막(6)이 제 2의 패시베이

션막(24)으로 도포되지 않기 때문에, 반사막(6)이 투명 전극막(5)으로 도포되지 않은 부분이 존재하면 투명 전극막을

가공하기 위해 사용되는 레지스트 패턴이 형성될 때 반사막(6)의 끝에서 투명 전극막(5)에 의한 커버리지가 불충분한

영역이 나타나게 되어, 전기 부식 반응이 나타날 우려가 있다. 따라서, 투명 전극막(5)은 반사막(6)의 전체 영역을 도

포하도록 형성되어야만 한다. 즉, 반사막(6)의 전체 영역 상에 레지스트 패턴이 남도록 투명 전극막(5)이 형성되어야

만 한다.

또한, 제 1의 실시예에 있어서, 반사막(6)과 투명 전극막(5) 사이에 제 2의 패시베이션막(24)이 형성되고 반사막(6)이

전기적으로 부유 상태(floating state) 에 있기 때문에, 반사막(6)의 전위가 TFT(3)에 인가되는 게이트 전압으로 인해

변동할 우려가 있다. 그러나, 제 2의 실시예에 있어서는, 반사막(6)이 투명 전극막(5)에 전기적으로 접속되기 때문에, 

반사막(6)의 전위가 변동하지 않는다. 따라서, TFT(3)와 반사막(6) 사이의 간격을 유지할 필요가 없고, 요철 형상의 

막(11)의 형성이 불필요하게 된다.

그 다음, 제 1의 실시예에서와 거의 동일한 방식으로 투명 전극막(5) 상에 폴리이미드로 이루어진 배향막을 형성함으

로써, 능동 매트릭스 기판(12)의 형성이 완료된다. 그 다음, 칼라 필터(14), 블랙 매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(

15), 배향막(29)이 투명 절연 기판(13) 상에 순차적으로 형성된 대향 기판(16)이 마련된다. 그 다음, 능동 매트릭스 

기판(12)과 대향 기판(16) 사이에 액정층(17)을 삽입하고, 제 1의 실시예에서와 거의 동일한 방식으로, 능동 매트릭

스 기판(12)과 대향 기판(16)의 양측 각각에 위상차 판(20a 및 20b)과 편광판(19a 및 19b)을 배치하고 능동 매트릭

스 기판(12)의 한 측면에 위치된 편광판(19a)의 후면에 백라이트 광원(18)을 위치시킴으로써, 도 8에 도시된 반투과

형 액정 디스플레이 장치가 제조된다. 즉, 제 1의 실시예에서와 거의 동일한 방식으로, 비틀림각이 72°로 설정된 액

정을 삽입함으로써, 반사 영역(PXb)과 투과 영역(PXa) 사이에 단차가 없는(반사갭(dr)과 투과갭(df)은 약 2.7㎛로 서

로 동일하다) 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다. 그러나, 위상차 판(20a 및 20b), 편광판(19a 및 19b), 및 
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백라이트 광원(18)은 도 8에 도시하지 않았다.

따라서, 제 2의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 따르면, 투명 전 극막(5)이 반사막(6)을 완전히 덮도록 반

사막(6) 위에 형성되기 때문에, Al과 ITO 사이의 전기 부식 반응은 방지될 수 있고 픽셀 결함의 발생도 방지될 수 있

다. 또한, Al이 폴리이미드와 접촉하지 않기 때문에, 잔류 DC 전압에 의해 야기되는 플리커의 발생이 방지될 수 있다.

또한, G-D 변환이 액정 패널의 바깥 영역에서 수행될 수 있다.

또한, 제 2의 실시예에 있어서도, 제 1의 실시예의 경우에서와 마찬가지로, 액정의 비틀림각이 약 0° 또는 약 60°로

설정되는 수정된 구성이 가능하다. 도 11은 제 2의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 1의 수정예(비틀림

각이 0°로 설정됨)의 단면도이다. 이 구조는, 예를 들면, 도 9의 A의 공정으로 요철 형상의 막(11)을 형성할 때에, 감

광성의 아크릴 수지의 도포 조건을 조정하여 약 1.4㎛의 막두께가 되도록 설정하고, 소스 전극(2b) 상에 콘택트홀(7)

을 형성할 때에 투과 영역(PXa)의 요철 형상의 막(11)을 제거함으로써 달성될 수 있다. 그 후, 상술의 공정과 거의 같

은양의 공정을 행하는 것에 의해, 그 비틀림각이 약 0°로 설정되고, 그 반사갭(dr)이 약 1.5㎛이며, 그 투과갭(df)이 

약 2.9㎛인 반투과형 액정 디스플레이 장치가 도 6에 도시된 바와 같이 최종적으로 제조된다.

도 12는 제 2의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제 2의 수정예(비틀림각이 60°로 설정됨)의 단면도이다

. 이 구조는, 요철 형상의 막(11)을 반사 영역(PXb)과 투과 영역(PXa)의 쌍방에 형성하고(투과 영역의 표면의 요철은 

없어도 된다), 대향 기판(16)의 투과 영역(PXa)에 홈부(hollow)를 설치하여 갭을 조정함으로써 달성될 수 있다. 그 후

, 상술의 공정과 거의 같은 공정을 행하는 것에 의해, 최종적으로 비틀림각이 약 60°로 설정되고, 반사갭(dr)이 약 2.

0㎛, 투과갭(df)이 약 2.8㎛의 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다.

제 3의 실시예

도 13은 본 발명의 제 3의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도이다. 또 14의 A, B 및 C는 제 3의

실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 제조하는 방법을 공정 순서대로 도시한 도면이다. 도 15의 A 및 B는

제 3의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치를 제조하는 방법을 공정 순서대로 도시한 도면이다. 제 3의 실

시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성은 반사막의 전위의 변동을 방지하기 위하여 반사막이 콘택홀(반사막 

접속 부분)을 통하여 투명 전극에 접속된 것이 제 1의 실시예의 것과 다르다. 도 13에 도시된 것과 같이 제 3의 실시

예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서, Al 또는 Al합금으로 제조된 반사막(6)은 반사 영역(PXb)내에 형성되

고 반사막(6)은 제 2의 패시베이션막(24)내에 형성된 반사막 접속 부분(25)을 통하여 투명 전극(5)에 접속된다. 이상 

기술한 것 이외의 구성은 제 1의 실시예의 것과 동일하다. 그러므로, 도 13에 있어서, 도 1에 도시된 소자와 동일한 

소자에는 동일한 도면 부호를 병기하고 설명을 생략한다.

다음으로, 제 3의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법을 도 14의 A 내지 C와 도 15의 A 및 B를 참

조하여 공정 순서에 따라 설명한다. 도 14의 A 내지 C와 도 15의 A 및 B는 도 13의 반투과형 액정 디스플레이 장치

의 B-B 라인을 따라 취한 단면도이다.

우선, 도 14의 A에 도시된 바와 같이, 제 1 및 제 2의 실시예에 채용된 것과 거의 같은 방법으로, 게이트 라인(1, 도시

되지 않음), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4, 도시되지 않음), 보조 용량 전극(4a)이 형성된 후에, 반도체층(3a)은 

반도체층(3a)과 게이트 전극(1a) 사이에 게이트 절연막(9)을 개재하여 형성된다. 다음으로, 데이터 라인(2, 도시되지 

않음), 드레인 전극(2a), 소스 전극(2b), 용량용 축적 전극(2c, 도시되지 않음)이 형성되어 TFT(3)를 구성하고 그 다

음에 패시베이션막(10)이 형성된다.

다음으로, 도 14의 B에 도시된 바와 같이, 제 1의 실시예에 도시된 것과 같은 방법으로, 패시베이션막(10)이 감광성 

아크릴 수지로 도포된 후, 아크릴 수지는 픽셀 영역(PX)에 형성된 콘택트홀(7), 픽셀 영역(PX) 외부에 위치된 G-D 변

환부 및 단자 영역에서 제거되며, 요철 형상의 막(11)은 반사 영역(PXb)과 TFT(3)를 포함하는 투과 영역(PXa)내에 

형성된다. 이 경우에 있어서, 요철 형상의 막(11)에 의해 야기되는 투과된 광의 감쇠를 억제하기 위하여, 노출 공정이 

전면상에서 수행되고 아크릴막의 탈색이 수행되는 것이 바람직하다.

다음으로, 도 14의 C에 도시된 바와 같이, 제 1 및 제 2의 실시예에 도시된 것과 같은 방법으로, Al이 전면상에 형성

된 후에, 투과 영역(PXa)내의 Al은 마스크로서 레지스트 패턴을 사용하여 제거되고 반사막(6)은 반사 영역(PXb)내에

형성된다. 이 때, 외부로부터 공급된 광이 TFT(3)로 들어오는 것을 방지하기 위하여, 반사막(6)이 TFT(3)상에 형성

되는 것이 바람직하다.

그 다음에, 도 15의 A에 도시된 바와 같이, SiOx로 제조된 절연막이 플라즈 마 CVD법 등을 이용하여 전면에 도포된 

후에, 레지스트 패턴은 절연막상에 형성되고 그 다음에 제 2의 패시베이션막(24)이 그 위에 형성된다. 다음으로, 콘택

트홀(7) 아래의 제 2의 패시베이션막(24)과 G-D 변환부와 단자부의 제 2의 패시베이션막(24)에 대해 선택적인 에칭

이 수행되고, 동시에, 반사막 접속 부분(25)은 제 2의 패시베이션막(24)에 노출될 반사막(6)을 가지도록 형성된다. 그
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다음에, 콘택트홀(7) 아래의 패시베이션막(10)과, G-D 변환부와 단자부의 패시베이션막(10), 및 게이트 절연막(9)에

대해 선택적인 에칭이 수행되어 소스 전극(2b)이 노출되도록 하고 그 후 콘택트홀이 G-D 변환부와 단자부에 동시에 

형성된다. 또한, 반사막 접속 부분(25)은 반사막(6)의 임의의 위치에 형성될 수 있으나, 반사막 접속 부분(25)에 대한 

에칭이 수행될 때 현상액에 의해 Al이 부식될 우려가 있기 때문에 반사막 접속 부분(25)은 각 픽셀을 둘러싸는 위치에

형성된다. 제 2의 패시베이션막(24)에 대한 에칭과 패시베이션막(10)과 게이트 절연막(9)에 대한 에칭상은 동시에 수

행될 수도 있다.

그 다음, 도 15의 B에 도시된 바와 같이, ITO로 제조된 투명 도전막이 스퍼터링법을 이용하여 전면에 도포된 후, 픽

셀의 표면 전체에 걸쳐 투명 전극막(5)이 형성되고, G-D 변환 전극(22)과 단자 전극(23)은 마스크로서 레지스트 패

턴을 이용하여 동시에 형성된다. 반사막(6)과 투명 전극막(5)의 적층 구조와 레이아웃 구조를 이용하는 것에 의해, 반

사막(6)은 현상액과의 접촉을 회피할 수 있다.

또한, 제 1의 실시예에 있어서, 반사막(6)이 전기적 부유 상태에 있기 때문에, 반사막(6)의 전위가 TFT(3)에 인가되

는 게이트 전압에 의해 변동될 우려가 있 다. 그러나, 제 3의 실시예에 있어서는, 제 2의 실시예와 마찬가지로, 반사막

(6)이 투명 전극막(5)에 전기적으로 접속되기 때문에, 반사막(6)의 전위에 변동이 일어나지 않는다. 결과적으로, TFT

(3)와 반사막(6) 사이의 간격을 유지할 필요가 없으며, 따라서, TFT(11)상에 요철막(11)을 형성할 필요가 없다.

그 후에, 투명 전극막(5)상에 폴리이미드로 제조된 배향막(29)을 형성하여 능동 매트릭스 기판(12)의 형성이 완성된

다. 다음으로, 칼라 필터(14), 블랙 매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(15), 배향막(29)이 투명 절연 기판(14)상에 

연속적으로 형성된 대향 기판(16)이 준비된다. 그 다음, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16) 사이에 액정을 삽입

하고, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16)의 양측에 각각 위상차 판(phase difference plates; 20a, 20b)과 편광

판(19a, 19b)을 배치하고, 능동 매트릭스 기판(12)의 한 측면에 위치된 편광판(19a)의 후면에 백라이트 광원(backlig

ht source; 18)을 위치시킴으로써, 도 13에 도시된 바와 같은 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다.

따라서, 제 3의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 따르면, 투명 전극막(5)이 반사막(6)을 완전히 덮도록 반

사막(6) 위에 형성되기 때문에, Al과 ITO 사이의 전기 부식 반응은 방지될 수 있고 픽셀 결함의 발생도 방지될 수 있

다. 또한, Al이 폴리이미드와 접촉하지 않기 때문에, 잔류 DC 전압에 의해 야기되는 플리커의 발생이 방지될 수 있다.

또한, G-D 변환이 액정 패널의 바깥 영역에서 수행될 수 있다.

제 4의 실시예

도 16은 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도이다. 도 17은 C-C 라인을 따라 

취한 도 16의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 단면도이다. 도 18은 제 4의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장

치의 주요부의 구조를 확대하여 도시하는 평면도이다. 도 19는 D-D 라인을 따라 취한 도 18의 반투과형 액정 디스플

레이 장치의 단면도이다. 도 20의 A 내지 D는 제 4의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법을 공정 

순서대로 도시하는 도면이다. 제 4의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 구성이 제 3의 실시예의 구성과 다

른 점은, 반사막의 전위의 변동을 방지하기 위해서, 제 2의 패시베이션막 상에 형성된 콘택트 홀 내의 두 상이한 위치

에서, 반사막과 투명 전극막이 소스 전극과 접속된다는 점이다. 제 4의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치에 있

어서, 도 16 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 투명 전극막(5)은, 제 1의 실시예의 경우에서와 같이, 제 2의 패시베이션

막(24)이 반사막(6)과 투명 전극막(5) 사이에 삽입된 상태에서 반사막(6) 위에 형성된다. 또한, 제 3의 실시예의 경우

에서와 마찬가지로, 반사막(6)은 투명 전극막(5)에 전기적으로 접속되고 제 2의 패시베이션막(24) 상에 형성된 콘택

트홀(7) 내의 제 1의 영역(7a)에서, 그리고 콘택트홀(7) 내의 제 2의 영역(7b)에서, 소스 전극(2b)은 투명 전극막(50

에 접속된다. 상기 상술된 것 이외의 구성은 제 3의 실시예의 구성과 동일하다. 따라서, 도 16 및 도 17에 있어서, 도 

13에 도시된 소자와 동일한 소자에는 동일한 도면 부호를 병기하고 설명은 생략한다.

제 3의 실시예의 경우와 마찬가지로 반사막의 전위에서의 변동을 방지하기 위해 Al로 이루어진 반사막(6)이 ITO로 

이루어진 투명 전극막(5)에 접속되면, 몇 몇 경우에 있어서, 선택된 공정에 따라 Al과 ITO의 계면에서 산화알루미늄 

등으로 이루어진 비전도체가 형성되고 반사막(6)과 투명 전극막(5) 사이의 접촉 저항은 10㏁ 이상으로 높아지게 된다

. 따라서, 이 경우에 있어서, 액정 패널의 제조 공정에서의 정전기적 특성에 의해 야기되는 반사막(6)의 전위의 변동이

완전히 억제될 수 없기 때문에, 디스플레이 품질이 저하할 우려가 있다.

이 문제점을 해결하기 위해서, 제 4의 실시예에 있어서, 제 2의 패시베이션막(2)에 형성된 콘택트홀(7) 내의 두 상이

한 지점(제 1의 영역(7a) 및 제 2의 영역(7b))에서, 반사막(6)과 투명 전극막(5) 각각은 소스 전극(2b)에 접속된다. 상

기와 같이 구성함으로써, 반사막(6)이 투명 전극막(5)에 직접적으로 접속되지 않기 때문에, 상기 상술된 바와 같은 높

은 접촉 저항이 발생하지 않고 반사막(6)의 전위의 변동이 완저히 억제될 수 있게 되어, 디스플레이 품질의 저하를 방

지하게 된다.

다음에, 제 4의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법이 도 20 및 도 21을 참조하여 공정 순서대로 
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설명될 것이다. 도 20 및 도 21은 C-C 라인을 따라 취해진 도 16의 반투과형 액정 디스플레이 장치의 단면도이다.

먼저, 도 20의 A에 도시된 바와 같이, 제 1 내지 제 3의 실시예에서 활용된 것과 거의 동일한 방법을 사용하여 유리 

등으로 이루어진 투명 절연 기판(8) 상에 게이트 라인(1)(도시되지 않음), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4)(도시되

지 않음), 및 보조 용량 전극(4a)(도시되지 않음)이 형성된 후, 반도체 층(3a)과 게이트 전극(1a) 사이에 게이트 절연

막(9)이 끼이도록 반도체층(3a)이 형성된다. 다음에, 데이터 라인(2)(도시되지 않음), 드레인 전극(2a), 소스 전극(2b),

및 용량용 축적 전극(2c)(도시되지 않음)이 형성되어 TFT(3)를 구성하고 그 다음 패시베이션막(10)이 형성된다.

다음에, 도 20의 B에 도시된 바와 같이, 제 1 내지 제 3의 실시예의 방법과 동일한 방법에 의해, 패시베이션막(10)이 

감광성 아크릴 수지로 도포된 후, 콘택트홀(7), 픽셀 영역(PX) 외부에 위치된 G-D 변환부 및 단자 영역에서 아크릴 

수지가 제거되고 요철 형상의 막(11)이 반사 영역(PXb)과 TFT(3)를 포함하는 투과 영역(PXa)에 형성된다. 이 경우

에 있어서, 요철막(11)에 의해 야기되는 투과된 광의 감쇠를 억제하기 위해서, 노광 처리가 전면에 수행되고 아크릴 

막의 탈색이 행해지는 것이 바람직하다.

그 다음, 도 20의 C에 도시된 바와 같이, 마스크로서 요철 형상의 막(11) 상에 형성된 레지스트 패턴을 사용하여 콘택

트홀(7) 아래에 위치된 패시베이션막(10)을 제거함으로써, 소스 전극(2b)만이 노출된다. 이 때, G-D 변환부와 단자부

의 패시베이션막(10)과 게이트 절연막(9)은 제거되지 않는다.

다음에, 도 20의 D에 도시된 바와 같이, 전면에 Al이 형성된 후, 투과 영역(PXa)의 Al은 마스크로서 레지스트 패턴을 

사용하여 제거되고 반사막(6)이 반사 영역(PXb)에 형성된다. 이 때, 외부로부터의 광이 TFT(3)에 들어가는 것을 방

지하기 위해서, 반사막(6)이 TFT(3) 상에도 형성되는 것이 바람직하다.

그 다음, 도 21의 A에 도시된 바와 같이, 플라즈마 CVD법 등을 사용하여 전 면에 SiO x 로 이루어진 절연막이 퇴적

된 후, 절연막 상에 레지스트 패턴이 형성되어 제 2의 패시베이션막(24)을 형성한다. 다음에, 콘택트홀(7) 아래의 제 

2의 패시베이션막(24)과 G-D 변환부와 단자부의 제 2의 패시베이션막(24)에 대한 선택적인 에칭이 수행된다. 그 다

음, 콘택트홀(7) 아래의 패시베이션막(10)과 G-D 변환부와 단자부의 패시베이션막(10), 및 게이트 절연막(9)에 대한

선택적인 에칭이 수행되어 소스 전극(2b)을 노출시키고, 동시에, G-D 변환부와 단자부에 콘택트홀이 또한 형성된다.

또한, 제 2의 패시베이션막(24)에 대한 에칭과 패시베이션막(10)과 게이트 절연막(9)에 대한 에칭은 동시에 수행될 

수도 있다.

다음에, 도 21의 B에 도시된 바와 같이, ITO로 이루어진 투명 도전막이 스퍼터링법을 사용하여 전면에 퇴적된 후, 픽

셀 영역(PX) 전체에 걸쳐 형성되는 투명 전극막(5), G-D 변환 전극(22), 및 단자 전극(23)이 마스크로서 레지스트 패

턴을 사용하여 동시에 형성된다.

그 다음, 폴리이미드로 이루어진 배향막(29)이 능동 매트릭스 기판(12) 상에 형성되어 능동 매트릭스 기판(12)의 형

성을 완성하게 된다. 다음에, 투명 절연 기판(13) 상에 칼라 필터(14), 블랙 매트릭스(도시되지 않음), 대향 전극(15), 

배향막(29)이 순차적으로 형성된 대향 기판(16)이 마련된다. 그 다음, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16) 사이

에 액정층(17)을 삽입하고, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16)의 양측 각각에 위상차 판(20a 및 20b)과 편광판

(19a 및 19b)을 배치하고 능동 매트릭스 기판(12)의 한 측면에 위치된 편광판(19a)의 후면에 백라 이트 광원(18)을 

위치시킴으로써, 도 16 및 도 17에 도시된 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다.

따라서, 상기 제 4의 실시예와 그 제조 방법에 의한 반투과형 액정 디스플레이 장치에 의하면, 반사막(6)과 투명 전극

막(5)의 사이에 제 2의 패시베이션막(24)을 위치시킨 상태에서 상기 반사막(6) 위에 투명 전극막(5)를 형성하고, 상기

반사막(6)과 상기 투명 전극막(5)을 상기 반사막(6)의 전위가 변동하는 것을 방지하기 위하여 상기 제 2의 패시베이

션(24)에 형성된 콘택트홀(7) 내의 두 개의 상이한 지점에서 소스 전극(2b)에 접속시킴으로써, 상기 반사막(6)과 투명

전극막(5) 사이의 접촉 저항이 낮아지게 되어, 디스플레이 품질을 향상시키게 된다.

도 22는 본 발명의 제 4의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 평면도이다. 도 23은 도 22의 반투과 액

정 디스플레이 장치에서 E-E 라인을 따라 취한 반투과형 액정 디스플레이 장치의 단면도이다. 도 24는 상기 제 4의 

실시예의 반투과 액정 디스플레이 장치의 주요 부분에 대한 확대 구조의 평면도이다. 도 25는 상기 도 24의 반투과 

액정 디스플레이 장치의 주요 부분에 대한 확대 구조에 대하여 F-F 라인을 따라 취한 단면도이다. 도 26은 본 발명의

제 4의 실시예인 반투과 액정 디스플레이 장치의 다른 부분에 대한 확대 구조의 평면도이다. 도 27은 도 26의 반투과

액정 디스플레이 장치의 주요 부분의 확대 구조에 대하여 G-G 라인을 따라 취한 단면도이다. 도 28의 A 내지 D는 제

4의 실시예에 따른 공정순으로 상기 반투과 액정 디스플레이 장치의 제조 방법을 도시하는 도면이다. 도 29의 A 및 B

도 제 5의 실시예에 따른 공정순으로 상기 반투과 액정 디스플레이 장치의 제조 방법 에 대해 도시한 도면이다. 상기 

제 5의 실시예에 따른 반투과 액정 디스플레이 장치의 구성이 제 4의 실시예의 구성과 다른 점은, 상기 반사막의 전위

의 변동을 방지하기 위해 제 2의 패시베이셔막에 두 개의 콘택트홀이 형성되고, 상기 각 콘택트홀에서 상기 반사막과 

상기 투명 전극막이 접속된다는 점이다. 도 22부터 도 27까지에서 도시된 바와 같이 그리고 제 1의 실시예의 경우에
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서와 같이, 제 5의 실시예에 따른 반투과 액정 디스플레이 장치에 있어서, 제 2의 패시베이션막(24)을 반사막(6)과 투

명 전극막(5)의 사이에 위치시킨 상태에서 투명 전극막(5)이 반사막(6) 위에 형성되고, 제 4의 실시예에서처럼 각 반

사막(60)과 투명 전극막(5)이 소스 전극(2b)에 접속되고, 상기 소스 전극(2b)은 상기 제 2의 패시베이션막에 형성된 

제 1의 콘택트홀(7A)을 통하여 상기 투명 전극막(5)에 접속되고, 소스 전극(2b)은 상기 제 2의 패시베이션막(24)에 

형성된 제 2의 콘택트홀(7B)를 통해 반사막(6)에 접속된다.

또한, 도 24 내지 도 27은 제 1 및 제 2의 콘택트홀(7A, 7B)에서의 패시베이션막(10), 요철 형상의 막(11), 반사막(9)

, 제 2의 패시베이션막(24) 및 투명 전극막(5) 사이의 위치 관계를 도시한다. 즉, 제 1의 콘택트홀(7A)에서 상기 요철 

형상의 막(11)은 최외곽 영역에 위치하고, 상기 요철 형상의 막(11)의 내부에 반사막(6), 패시베이션막(10), 제 2의 

패시베이션막(24) 및 투명 전극막(5)이 위치한다. 상기 제 2의 콘택트홀(7B)에서 상기 요철 형상의 막(11)이 그 최외

곽 영역에 위치하며, 상기 요철 형상의 막(11)의 내부에 상기 패시베이션막(10), 반사막(6), 제 2의 패시베이션막(24)

및 투명 전극막(5)이 위치한다. 도 25에 도시된 바와 같 이, 상기 투명 전극막(5)은 상기 소스 전극(2b)에 접속되고, 

도 27에 도시된 바와 같이, 상기 반사막(6)은 상기 소스 전극(2b)에 접속된다. 또한, 도 25에 도시된 바와 같이, 제 1

의 콘택트홀(7A)에서, 만약 상기 반사막(11)이 상기 요철 형상의 막(11)의 외부에 위치한다면, 상기 반사막(6)의 단차

나 상기 요철 형상의 막(11)의 오목하고 볼록한 부분에 기인한 급경사에 의해 상기 투명 전극막(5)의 단차가 발생하기

때문에, 상기 반사막(6)은 상기 요철 형상의 막(11)의 내부에 위치하는 것이 바람직하다.

상기 반사막(6)의 전위의 변동을 방지하기 위해, 반사막(6)과 투명 전극막(5)이 제 4의 실시예의 경우에서와 같이 제 

2의 패시베이션막(24)에 형성된 콘택트홀 내의 상이한 두 지점(제 1의 영역(7a), 제 2의 영역(7b))에서 소스 전극(2b)

에 접속하려면, 상기 콘택트홀(7)의 직경을 크게 형성해야 하는데, 이는 콘택트홀(7)의 배치 위치의 자유도를 저하시

키고 반사 특성을 저하시킨다.

이러한 문제점을 해결하기 위해, 제 5의 실시예에서는 상기 반사막(6)이 상기 제 2의 패시베이션막(24)에 형성된 제 

1의 콘택트홀(7A)에서 소스 전극(2b)에 접속되고, 상기 투명 전극막(5)은 상기 제 1의 패시베이션막(24) 내에 형성된

제 2의 콘택트홀(7B)에서 소스 전극(2b)에 접속된다. 이는 제 1의 콘택트홀(7A)과 제 2의 콘택트홀(7B)의 직경을 감

소시킬 수 있으며, 제 1의 콘택트홀(7A) 및 제 2의 콘택트홀(7B) 각각에서의 배치 위치의 자유도가 증가한다. 따라서,

제 1의 콘택트홀(7A)과 제 2의 콘택트홀(7B) 각각이 반사막(6)의 오목 및 볼록한 부분 중에서 반사 특성에 관여하지 

않는 부분(상기 오목 및 볼록 부분에서의 평탄부) 내에 위치할 수 있기 때문에, 상기 반사막(6)을 상기 TFT(3)에 접속

되도록 하는 것이 가능하다.

다음에는, 상기 제 5의 실시예에 따른 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 대하여 도 28의 A 내지 D, 도 2

9의 A 및 B를 참조하여 공정순으로 설명하도록 한다. 도 28의 A 내지 D 및 도 29의 A 및 B는 도 22의 반투과형 액정

디스플레이 장치에 대하여 E-E 라인을 따라 취한 단면도이다.

먼저, 도 28의 A에 도시된 바와 같이, 게이트 라인(1)(도시하지 않음), 게이트 전극(1a), 공통 기억 라인(4)(도시하지 

않음) 및 보조 용량 전극(4a)(도시하지 않음)이 유리 등과 같은 재료로 형성된 투명 절연 기판(8) 상에 제 1 내지 제 4

의 실시예의 채용 방법과 거의 동일한 방법에 의해 형성되고, 반도체층(3a)은 상기 반도체층(3a)과 상기 게이트 전극(

1a) 사이에 위치한 게이트 절연막과 함께 형성된다. 다음으로, 데이터 라인(2)(도시하지 않음), 드레인 전극(2a), 상기

소스 전극(2b) 및 용량용 축적 전극(2c)(도시하지 않음)이 형성되어 상기 TFT(3)를 구성하며, 다음으로 상기 패시베

이션막(10)이 형성된다.

다음으로, 도 28의 B에 도시된 바와 같이, 상기 패시베이션막(10)이 감광성 아크릴 수지로 도포된 후에, 아크릴 수지

가 제 1의 콘택트홀(7), 제 2의 콘택트홀 및 픽셀 영역(PX) 외부에 위치한 G-D 변환부 및 단자 영역으로부터 제거되

고, 요철 형상의 막(11)이 반사 영역(PXb)과 상기 TFT(3)를 포함하는 투과 영역(PXa)에 형성된다. 이 경우, 상기 요

철 형상의 막(11)에 의해 유발되는 투과된 광의 감쇠를 억제하기 위해 노광 공정이 전면에 수행되고 아크릴막의 탈색

이 행해지는 것이 바람 직하다.

다음으로, 도 28의 C에 도시된 바와 같이, 마스크로서 상기 요철 형상의 막(11) 상에 형성된 레지스트 패턴을 사용하

여 상기 제 2의 콘택트홀(7B) 아래에 위치한 패시베이션막(10)을 제거함으로써, 상기 소스 전극(2b)만이 노출되게 한

다. 이때, 제 4의 실시예의 경우와는 달리, 상기 G-D 변환부와 상기 단자부에서의 패시베이션막(10)과 게이트 절연막

(9)이 제거된다.

다음으로, 도 28의 D에 도시된 바와 같이, Al이 상기 전면에 형성된 후에, 상기 투과 영역(PXa)의 Al이 마스크로서 레

지스트 패턴을 사용하여 제거되고, 반사막(6)이 상기 반사 영역(PXb) 상에 형성된다. 이때, 외부로부터의 빛이 TFT(

3)로 입사되는 것을 방지하기 위해 반사막(6)은 TFT(3)상에도 형성되는 것이 바람직하다. 또한, G-D 변환 전극(22)

이 반사막(6)을 사용하여 형성된다. 제 4의 실시예의 경우와 달리 반사막(6)을 이용하여 상기 G-D 변환 전극을 형성

하는 목적은, TFT 어레이, 데이터 라인 등의 전위를 그라운드 레벨로 저하시키고 G-D 변환 전극(22)를 사용하여 션

트-트렌지스터(shunt-transistor)를 형성함으로써, SiO x 등의 재료로 형성되는 제 2의 패시베이션막(24)을 형성하
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는데 사용되는 스터터링시 발생되는 플라즈마 데미지에 의해 야기되는 TFT 어레이 특성의 저하를 억제하기 위함이

다.

다음으로, 도 29의 A에 도시된 바와 같이, 플라즈마 CVD 등으로 전면에 SiO x 로 이루어진 절연막이 적층되고, 레지

스트 패턴이 상기 절연막에 형성되어 제 2의 패시베이션막(24)을 형성한다. 다음으로, 선택적 에칭이 상기 제 1의 콘

택트홀(7) 아래의 제 2의 패시베이션막(24)과 단자부의 제 2의 패시베이션막(24)에 대해 수행된다. 다음으로 상기 단

자부의 패시베이션막(10)과 게이트 절연막(9)에 대한 선택적 에칭이 행해져 상기 제 1의 소스 전극(2b)이 노출이 되

도록 하고, 동시에, 콘택트홀이 G-D 변환부와 단자부에서 콘택트홀이 형성된다. 또한, 상기 단자부 내의 패시베이션

막(10)과 게이트 절연막(10)에 대한 제거 공정과 도 28의 C에 도시된 제 2의 콘택트홀(7B) 아래의 패시베이션막(10)

에 대한 제거 공정은 동시에 행해질 수 있다.

다음으로, 도 29의 B에 도시된 바와 같이, ITO로 이루어진 투명 도전막이 스퍼터링 기법을 이용하여 전면에 적층된 

후에, 상기 투명 전극막(5), G-D 변환 전극(22) 및 단자 전극(23)이 픽셀의 전면을 도포하는 방식으로 마스크로서 레

지스트 패턴을 사용하여 동시에 형성된다.

다음으로, 폴리이미드로 형성된 배향층이 능동 매트릭스 기판(12) 상에 형성되어 상기 능동 매트릭스 기판(12)의 형

성을 완성시킨다. 다음으로, 상기 투명 절연 기판(13) 상에 연속하여 형성된 칼라 필터(14), 블랙 매트릭스(도시하지 

않음), 대향 전극(15), 배향막(29)이 순차적으로 형성된 대향 기판(16)을 준비한다. 그 다음, 능동 매트릭스 기판(12)

과 대향 기판(16) 사이에 액정층(17)을 삽입하고, 능동 매트릭스 기판(12)과 대향 기판(16)의 양측 각각에 위상차 판(

20a 및 20b)과 편광판(19a 및 19b)을 배치하고 능동 매트릭스 기판(12)의 한 측면에 위치된 편광판(19a)의 후면에 

백라이트 광원(18)을 위치시킴으로써, 도 23 및 도 24에 도시된 반투과형 액정 디스플레이 장치가 제조된다.

또한, 본 실시예에 있어서, 투명 전극막(5)과 반사막(6) 사이에 제 2의 패시베이션막(24)이 끼이도록 투명 전극막(5)

이 반사막(6) 위에 형성되는 예가 설명되었다. 그러나, 제 2의 패시베이션막이 활용되지 않으면, 반사막(6)과 투명 전

극막(5) 사이의 접촉 저항이 높게 될 우려가 있는데, 이러한 경우에 있어서도, 본 실시예에서 활용된 구성을 활용함으

로써, 반사막(6)의 전위의 변동이 억제될 수 있다.

따라서, 제 5의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치와 그 제조 방법에 따르면, 반사막(6)의 전위의 변동을 방지

하기 위해서, 제 2의 패시베이션막(24)에 형성된 콘택트홀(7)을 이용하는 것에 의해, 반사막(6)과 투명 전극막(5) 각

각이 소스 전극(2b)에 접속되는 구성에 있어서는, 반사막(6)과 투명 전극막(5) 각각이 제 2의 패시베이션막(24)에 형

성된 제 2의 콘택트홀(7B)과 제 1의 콘택트홀(7A)을 통해 소스 전극에 접속되기 때문에, 콘택트홀(7A 및 7B) 각각의

배치 위치의 자유도가 증가될 수 있다. 따라서, 반사막(6)은 반사 특성을 저하시키지 않으면서 TFT(3)에 접속될 수 

있다.

또한, 제 5의 실시예의 반투과형 액정 디스플레이 장치와 그 제조 방법에 따르면, 제 2의 패시베이션막(24)이 형성되

기 이전에, 반사막(6)을 사용하여 G-D 변환 전극(22)을 형성함으로써, TFT 어레이, 데이터 라인 등의 전위가 그라운

드 전위로 떨어질 수 있고, 따라서, 제 2의 패시베이션막의 형성시 발생하는 플라즈마 데미지에 의해 야기되는 TFT

의 특성 저하를 억제할 수 있다.

발명의 효과

전술한 구성에 의하면, 제 1의 기판과 제 2의 기판 사이에 액정층을 삽입하며, 액정층의 픽셀 영역을 구성하며, 백라

이트로부터 광을 공급하는 투과 영역 및 각각의 픽셀 영역에서 주위광을 받는 반사 영역을 배치하며, 반사막의 일부 

또는 전부를 피복하도록 투명 전극막이 각 픽셀내에서 반사 영역까지 연장되도록 함에 의해, 반사 영역과 투명 전극막

사이의 전기 부식 반응이 방지되고 반사막의 잔류 DC 전압에 기인한 플리커의 발생을 억제할 수 있다.

전술한 다른 구성에 있어서, 제 1의 기판과 제 2의 기판 사이에 액정층을 삽입하며, 액정층의 픽셀 영역을 구성하며, 

백라이트로부터 광을 공급하는 투과 영역 및 각각의 픽셀 영역에서 주위광을 받는 반사 영역을 배치하며, 상기 반사

막을 형성한 이후에 상기 반사막의 전부 또는 일부를 피복하도록 투명 전극막을 형성함에 의해, 반사 영역과 투명 전

극막 사이의 전기 부식 반응이 방지되고 반사막의 잔류 DC 전압에 기인한 플리커의 발생을 억제할 수 있다.

본 발명은 상기 실시예에 제한되지 않으며 본 발명의 취지와 범위를 벗어나지 않는 범위 내에서 수정 및 변경될 수 있

다. 예를 들면, 상기 실시예에 있어서, 비틀림각이 약 0°, 60°, 72°로 설정될 때 투과갭과 반사갭이 최적화되는 예

가 설명되었다. 그러나, 투과갭과 반사갭은 비틀림각을 임의의 다른 각으로 설정하는 것에 의해 최적화될 수도 있다. 

또한, 상기 실시예에 있어서, 반사막에 대한 재료로서, Al 또는 Al 합금을 포함하는 재료가 사용되며, 투명 전극막으로

서, ITO가 사용되는 예가 설명되었다. 그러나, 본 발명은, 재료의 조합이 패턴 형성시에 전기 부식 반응을 억제하기만

하면, 반사막에 대한 재료로서 Al 및 Al합금을 포함하는 재료 및/또는 ITO의 조합에 제한되지 않으며, 임의의 조합이 
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사용될 수 있다. 또한, 상기 실시예에 있어서, 스위칭 소자로서 기능하는 TFT가 능동 매트릭스 기판 상에 형성되는 

예가 설명되었다. 그러나, TFT가 능동 매트릭스의 한 측면에 형성될 필요는 없다. 또한, 반투과형 액정 디스플레이 

장치에서 활용되는 반사막과 투명 전극막 사이의 관계는 각 픽셀뿐만 아니라 픽셀을 구성하는 각 세그먼트(서브-픽

셀)에도 적용된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서,

제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과,

상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 각각과 

상기 주사 전극 각각의 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과,

상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플

레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투

과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역에 있어서, 상기 투명 전극막은 상기 반사막의 적어도 일부분을 피복하도록 상기 반사막까지 

연장되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 투명 전극막은 상기 투명 전극막과 상기 반사막 사이에 삽입된 절연막 을 통해 상기 반사막상에 형성되는 것을 

특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 투명 전극막은 상기 반사막상에 직접 형성되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 4.
제 2항에 있어서,

상기 반사막은 상기 절연막에 형성된 콘택트홀을 통해 상기 투명 전극에 전기적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 반

투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 5.
제 1항에 있어서,

각각의 상기 픽셀 영역에서, 상기 액정층에 인가되는 전압 신호를 온 또는 오프로 하는 스위칭 소자는 상기 제 2의 기

판에 대향하는 측의 상기 제 1의 기판의 표면상에 형성되고, 상기 반사막은 상기 스위칭 소자를 피복하도록 형성되는 

것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 6.
제 5항에 있어서,

상기 반사막은 상기 반사막과 상기 스위칭 소자 사이에 삽입된 요철 표면을 구비한 절연막으로 상기 스위칭 소자를 

피복하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액 정 디스플레이 장치.
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청구항 7.
제 5항에 있어서,

콘택트홀은 상기 절연막과 공통으로 접하도록 형성되고, 상기 콘택트홀에 있어서, 상기 반사막 및 상기 투명 전극막은

상기 스위칭 소자를 구성하는 복수의 전극 중의 임의의 전극에 전기적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액

정 디스플레이 장치.

청구항 8.
제 5항에 있어서,

제 1의 콘택트홀과 제 2의 콘택트홀은 상기 절연막에 형성되고 상기 반사막은 상기 제 1의 콘택트홀을 통해 상기 스

위칭 소자의 하나의 전극에 전기적으로 접속되고, 상기 투명 전극막은 상기 제 2의 콘택트홀을 통해 상기 스위칭 소자

의 하나의 전극에 전기적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 9.
제 5항에 있어서,

상기 액정층에 전압 신호를 인가하는데 사용되는 신호 라인을 게이트층으로부터 인출하는 G-D(게이트-드레인) 변환

부가 상기 투과 영역 및 상기 반사 영역 외측에서 상기 제 2의 기판의 상기 대향측의 상기 제 1의 기판의 표면상에 형

성되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 10.
제 1항에 있어서,

상기 반사막은 Al(알루미늄) 또는 Al 합금을 포함한 도전 재료로 이루어지고, 상기 투명 전극막은 ITO(Indium Tin O

xide)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 11.
반투과형 액정 디스플레이 장치에 있어서,

제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과,

상기 제 1의 방향과 직교하는 제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 각각의 신호 전극

과 상기 각각의 주사 전극 사이의 교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 액정층과,

상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역은 반사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플

레이하는 반사막을 구비하는 반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투

과시켜 투과 방식으로 디스플레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하고,

각각의 상기 픽셀 영역에 있어서, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 1의 갭과, 상기 

투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭은 상기 액정층의 비틀림각에 따라 화이트 디스플

레이에 있어서의 반사율 또는 투과율이 최대가 되도록 조정되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 12.
제 11항에 있어서,

상기 액정의 비틀림각이 약 72°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 영역의 상기 제 2의 

갭과 거의 일치하도록 조정되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 13.
제 11항에 있어서,

상기 액정의 비틀림각이 약 0°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 영역의 상기 제 2의 갭
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의 거의 절반이 되도록 조정되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 14.
제 11항에 있어서,

상기 액정의 비틀림각이 약 60°로 설정된 경우，상기 반사 영역의 상기 제 1의 갭은 상기 투과 영역의 상기 제 2의 

갭의 거의 70%가 되도록 조정되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치.

청구항 15.
제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과, 상기 제 1의 방향과 직교하는

제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 각각과 상기 주사 전극 각각의 사이의

교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과, 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 

기판 사이에 삽입된 액정층과, 상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고, 각각의 상기 픽셀 영역은 반

사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플레이하는 반사막을 구비하는

반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투과시켜 투과 방식으로 디스플

레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서,

상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사 영역을 구성하는 상기 반사막을 형성하는 제 1

의 단계와,

상기 투명성 전극막이 상기 반사막의 일부 또는 전부를 피복하도록 상기 투과 영역을 구성하는 상기 투명 전극막을 

형성하는 제 2의 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 16.
제 15항에 있어서,

상기 제 1의 단계와 상기 제 2의 단계의 사이에 상기 반사막상에 절연막을 형성하는 제 3의 단계를 포함하는 것을 특

징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 17.
제 16항에 있어서,

상기 절연막에 상기 반사막과 상기 투명 전극막을 전기적으로 접속하기 위한 콘택트홀을 형성하는 제 4의 단계를 더 

포함하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 18.
제 1의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 신호 전극을 포함하는 제 1의 기판과, 상기 제 1의 방향과 직교하는

제 2의 방향을 따라 서로 평행하게 배열된 복수의 주사 전극, 및 상기 신호 전극 각각과 상기 주사 전극 각각의 사이의

교점과 일대일 대응하여 각각 배치된 복수의 픽셀 영역을 포함하는 제 2의 기판과, 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 

기판 사이에 삽입된 액정층과, 상기 액정층에 광을 공급하는 백라이트 광원을 포함하고, 각각의 상기 픽셀 영역은 반

사 디스플레이 모드에 있는 동안에 외측으로부터의 주위광을 받아 반사 방식으로 디스플레이하는 반사막을 구비하는

반사 영역과, 투과 디스플레이 모드의 동작시에 상기 백라이트 광원으로부터의 광을 투과시켜 투과 방식으로 디스플

레이하는 투명 전극막을 구비한 투과 영역을 포함하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법에 있어서,

상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이에 상기 액정층을 삽입함으로써, 상기 액정층의 비틀림각에 따라 화이트 디

스플레이에 있어서의 반사율 또는 투과율이 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 

사이의 제 1의 갭과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조정 단계를 포

함하고,

상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사 영역을 구성하는 상기 반사막을 형성하는 단계

와, 상기 반사막의 일부 또는 전부를 덮도록 상기 투과 영역을 구성하는 상기 투명 전극막을 형성하는 단계에 의해, 상

기 제 1의 기판이 형성되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 19.
제 18항에 있어서,

상기 반사막과 상기 제 2의 기판 사이에 삽입된 요철 표면을 구비하는 절연막을 통해 상기 제 2의 기판에 대향하는 상

기 제 1의 기판의 표면상에 상기 반사막을 형성함으로써 화이트 디스플레이에 있어서의 반사율 또는 투과율이 상기 
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액정층의 비틀림각에 따라 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 1의 갭

과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조정이 실행되는 것을 특징으로 

하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 20.
제 18항에 있어서,

상기 제 2의 기판에 대향하는 상기 제 1의 기판의 표면 처리에 의해 화이트 디스플레이에 있어서의 반사율 또는 투과

율이 상기 액정층의 비틀림각에 따라 최대가 되도록, 상기 반사 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 

제 1의 갭과 상기 투과 영역의 상기 제 1의 기판과 상기 제 2의 기판 사이의 제 2의 갭에 대한 조정이 실행되는 것을 

특징으로 하는 반투과형 액정 디스플레이 장치의 제조 방법.

청구항 21.
제 19항에 있어서,

상기 절연막의 막두께는 상기 투과 영역과 상기 반사 영역 사이에서 상이하게 되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액

정 디스플레이 장치의 제조 방법.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

透射反射型液晶显示装置本发明涉及一种透射反射型液晶显示装置，该
装置防止由Al或Al合金制成的反射膜与由ITO（氧化铟锡）等制成的透明
电极膜之间的电化学腐蚀反应，并防止由反射膜的残留DC电压引起的闪
烁。用于从背光源提供光的透射区域和用于接收环境光的反射区域设置
在像素区域中，透明电极膜设置在反射膜和透明电极之间，并且使用介
于膜之间的第二钝化膜在有源矩阵基板上的反射区域中形成。 2 指数方
面 透反，液晶，腐蚀，闪烁
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